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(57) 요 약

일부 예들에 있어서, 물리적 파티션을 생성하도록 요청될 때 논리적 파티션들을 생성하는 방법들, 시스템들, 기

계-판독가능 매체들, 및 NAND 디바이스들이 개시된다. NAND 상의 제어기는 물리적 파티션을 요청했던 호스트 디

바이스로 물리적 파티션의 생성을 모방한다. 따라서, 호스트 디바이스는 논리적 파티션을 물리적 파티션으로서

본다. 그럼에도 불구하고, NAND 별개의 파티션을 생성하는 메모리 저장부 비용을 초래하지 않으며, 추가적으로

NAND는 다른 파티션으로부터 오버프로비저닝을 위해 셀들을 빌릴 수 있다. 이러한 예들에 있어서, 호스트 디바이

스 운영 시스템은 물리적 파티션이 생성되었다고 믿지만, NAND는 메모리를 자원들의 연속적인 풀로서 관리한다.

따라서, 논리적 파티션은 - 운영 시스템 레벨에서와는 대조적으로 - NAND 메모리 제어기 레벨에서 생성된다.

대 표 도 - 도5
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

NAND 메모리 디바이스로서,

메모리의 제 1 풀(pool)을 포함하는 NAND 메모리 어레이;

제어기를 포함하며, 상기 제어기는, 상기 제어기가 하기의 동작들을 수행하게끔 하는 명령어들을 실행하고, 상

기 동작들은:

상기 메모리의 제 1 풀의 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령을 호스트로부터 수신하는 동작;

상기 물리적 파티션을 생성하는 대신에 상기 메모리의 제 1 풀을 사용하여 NAND-레벨 논리적 파티션을 생성하는

동작으로서, 상기 메모리의 제 1 풀은 제 2 논리적 파티션과 공유되는, 동작;

상기 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송하는 동작;

상기 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스(Logical Block Address; LBA)를 식별하는 상기 호스트로부터의 요

청을 상기 메모리의 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 동작; 및

상기 메모리의 제 1 풀의 상기 물리적 어드레스에 대하여 상기 요청을 실행하는 동작을 포함하는, NAND 메모리

디바이스.

청구항 2 

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송하는 동작은, 상기

물리적 파티션을 생성하기 위한 상기 호스트로부터의 상기 명령에 의해 제공된 크기에 기초하여 0과 어떤 수 사

이의 LBA들의 범위 및 물리적 파티션 식별자를 제공하는 동작을 포함하는, NAND 메모리 디바이스.

청구항 3 

청구항 2에 있어서, 상기 요청의 상기 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스를 식별하는 상기 호스트로부터의

요청을 상기 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 동작은 수신된 물리적 파티션 식별자 및 상기 LBA들의 범위

내의 LBA를 상기 메모리의 제 1 풀 내의 물리적 위치에 매핑하고, 상기 물리적 위치에 대하여 상기 호스트로부

터의 요청을 수행하는 동작을 포함하는, NAND 메모리 디바이스.

청구항 4 

청구항 2에 있어서, 상기 물리적 파티션은 논리적 유닛 식별자 번호(logical unit identifier number; LUN)에

의해 식별되는, NAND 메모리 디바이스.

청구항 5 

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 파티션을 서비스하기 위해 사용되는 상기 메모리의 제 1 풀로부터의 메모리 셀

들은 상기 물리적 파티션을 생성하기 위한 상기 명령 내에서 상기 호스트에 의해 지정된 요건을 충족시키도록

구성되는, NAND 메모리 디바이스.

청구항 6 

청구항 5에 있어서, 상기 요건은, 메모리 셀들이 단일 층 셀(Single Layer Cell; SLC)로서 구성된다는 것인,

NAND 메모리 디바이스.

청구항 7 

청구항 1에 있어서, 상기 NAND-레벨 논리적 파티션은 물리적 파티션으로서 상기 호스트에 나타나며, 상기 물리

적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송하는 동작은 상기 물리적 파티션을 생성하지 않
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는, NAND 메모리 디바이스.

청구항 8 

방법으로서,

NAND 메모리 디바이스 상의 메모리의 제 1 풀의 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령을 호스트로부터 수신하는

단계;

상기 물리적 파티션을 생성하는 대신에 상기 메모리의 제 1 풀을 사용하여 NAND-레벨 논리적 파티션을 생성하는

단계로서, 상기 메모리의 제 1 풀은 제 2 논리적 파티션과 공유되는, 단계;

상기 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송하는 단계;

상기 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스(Logical Block Address; LBA)를 식별하는 상기 호스트로부터의 요

청을 상기 메모리의 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 단계; 및

상기 메모리의 제 1 풀의 상기 물리적 어드레스에 대하여 상기 요청을 실행하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 9 

청구항 8에 있어서, 상기 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송하는 단계는, 상기

물리적 파티션을 생성하기 위한 상기 호스트로부터의 상기 명령에 의해 제공된 크기에 기초하여 0과 어떤 수 사

이의 LBA들의 범위 및 물리적 파티션 식별자를 제공하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 10 

청구항 9에 있어서, 상기 요청의 상기 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스를 식별하는 상기 호스트로부터의

요청을 상기 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 단계는 수신된 물리적 파티션 식별자 및 상기 LBA들의 범위

내의 LBA를 상기 메모리의 제 1 풀 내의 물리적 위치에 매핑하고, 상기 물리적 위치에 대하여 상기 호스트로부

터의 요청을 수행하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 11 

청구항 9에 있어서, 상기 물리적 파티션은 논리적 유닛 식별자 번호(logical unit identifier number; LUN)에

의해 식별되는, 방법.

청구항 12 

청구항 8에 있어서, 상기 물리적 파티션을 서비스하기 위해 사용되는 상기 메모리의 제 1 풀로부터의 메모리 셀

들은 상기 물리적 파티션을 생성하기 위한 상기 명령 내에서 상기 호스트에 의해 지정된 요건을 충족시키도록

구성되는, 방법.

청구항 13 

청구항 12에 있어서, 상기 요건은, 메모리 셀들이 단일 층 셀(Single Layer Cell; SLC)로서 구성된다는 것인,

방법.

청구항 14 

청구항 8에 있어서, 상기 NAND-레벨 논리적 파티션은 물리적 파티션으로서 상기 호스트에 나타나며, 상기 물리

적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송하는 단계는 상기 물리적 파티션을 생성하지 않

는, 방법.

청구항 15 

실행될 때 기계가 하기의 동작들을 수행하게끔 하는 명령어들을 포함하는 기계-판독가능 매체로서, 상기 동작들

은,

NAND 디바이스 상의 메모리의 제 1 풀의 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령을 호스트로부터 수신하는 동작;

상기 물리적 파티션을 생성하는 대신에 상기 메모리의 제 1 풀을 사용하여 NAND-레벨 논리적 파티션을 생성하는
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동작으로서, 상기 메모리의 제 1 풀은 제 2 논리적 파티션과 공유되는, 동작;

상기 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송하는 동작;

상기 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스(Logical Block Address; LBA)를 식별하는 상기 호스트로부터의 요

청을 상기 메모리의 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 동작; 및

상기 메모리의 제 1 풀의 상기 물리적 어드레스에 대하여 상기 요청을 실행하는 동작을 포함하는, 기계-판독가

능 매체.

청구항 16 

청구항 15에 있어서, 상기 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송하는 동작은, 상

기 물리적 파티션을 생성하기 위한 상기 호스트로부터의 상기 명령에 의해 제공된 크기에 기초하여 0과 어떤 수

사이의 LBA들의 범위 및 물리적 파티션 식별자를 제공하는 동작을 포함하는, 기계-판독가능 매체.

청구항 17 

청구항 16에 있어서, 상기 요청의 상기 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스를 식별하는 상기 호스트로부터

의 요청을 상기 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 동작은 수신된 물리적 파티션 식별자 및 상기 LBA들의

범위 내의 LBA를 상기 메모리의 제 1 풀 내의 물리적 위치에 매핑하고, 상기 물리적 위치에 대하여 상기 호스트

로부터의 요청을 수행하는 동작을 포함하는, 기계-판독가능 매체.

청구항 18 

청구항 16에 있어서, 상기 물리적 파티션은 논리적 유닛 식별자 번호(logical unit identifier number; LUN)에

의해 식별되는, 기계-판독가능 매체.

청구항 19 

청구항 15에 있어서, 상기 물리적 파티션을 서비스하기 위해 사용되는 상기 메모리의 제 1 풀로부터의 메모리

셀들은 상기 물리적 파티션을 생성하기 위한 상기 명령 내에서 상기 호스트에 의해 지정된 요건을 충족시키도록

구성되는, 기계-판독가능 매체.

청구항 20 

청구항 19에 있어서, 상기 요건은, 메모리 셀들이 단일 층 셀(Single Layer Cell; SLC)로서 구성된다는 것인,

기계-판독가능 매체.

청구항 21 

청구항 15에 있어서, 상기 NAND-레벨 논리적 파티션은 물리적 파티션으로서 상기 호스트에 나타나며, 상기 물리

적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송하는 동작은 상기 물리적 파티션을 생성하지 않

는, 기계-판독가능 매체.

발명의 설명

기 술 분 야

우선권 출원[0001]

본 출원은 2017년 10월 31일자로 출원된 미국 출원 일련번호 제15/799,508에 대한 우선권의 이익을 주장하며,[0002]

이러한 출원은 그 전체가 본원에 참조로서 포함된다.

배 경 기 술

메모리 디바이스들은 일반적으로 컴퓨터들 또는 다른 전자 디바이스들에서 내부 반도체의 집적 회로들로서 제공[0003]

된다. 휘발성 및 비 휘발성 메모리를 포함하는 다수의 상이한 유형들의 메모리가 존재한다. 

휘발성 메모리는 그것의 데이터를 유지하기 위해 전력을 요구하며, 랜덤 액세스 메모리(random-access memory;[0004]

RAM),  동적 랜덤 액세스 메모리(dynamic random  access memory; DRAM), 또는 동기 동적 랜덤 액세스 메모리

공개특허 10-2020-0063243

- 5 -



(synchronous dynamic random access memory; SDRAM)를 포함한다. 

비-휘발성 메모리는 전력이 공급되지 않을 때 저장된 데이터를 유지할 수 있으며, 다른 것들 중에서도 특히 플[0005]

래시  메모리,  판독  전용  메모리(read  only  memory;  ROM),  전기  소거가능  프로그램가능  ROM(Electrically

Erasable  Programmable  ROM;  EEPROM),  정적  램(static  RAM;  SRAM),  소거가능  프로그램가능  ROM(Erasable

Programmable  ROM;  EPROM),  저항  가변  메모리,  예컨대  상  변화  랜덤  액세스  메모리(phase  change  random

access memory; PCRAM), 저항성 랜덤 액세스 메모리(resistive random access memory; RRAM), 및 자기저항성

랜덤 액세스 메모리(magnetoresistive random access memory; MRAM), 또는 3D XPoint™ 메모리를 포함할 수 있

다.

플래시 메모리는 광범위한 전자 애플리케이션들에 대한 비-휘발성 메모리로서 사용된다. 플래시 메모리 디바이[0006]

스들은 전형적으로, 고 메모리 밀도들, 고 신뢰성, 및 저 전력 소비를 가능하게 하는 1-트랜지스터, 플로팅 게

이트 또는 전하 트랩 메모리 셀들의 하나 이상의 그룹들을 포함한다. 

2개의 일반적인 유형들의 플래시 메모리 어레이 아키텍처들은 NAND 및 NOR 아키텍처들을 포함하며, 이들은 각각[0007]

의 기본 메모리 셀 구성이 배열되는 논리 형태를 따라 명명되었다. 메모리 어레이의 메모리 셀들은 전형적으로

매트릭스로 배열된다. 일 예에 있어서, 어레이 내의 로우(row) 내의 각각의 플로팅 게이트 메모리 셀의 게이트

들은 액세스 라인(예를 들어, 워드 라인)에 결합된다. NOR 아키텍처에서, 어레이의 컬럼(column) 내의 각각의

메모리 셀의 드레인들은 데이터 라인(예를 들어, 비트 라인)에 결합된다. NAND 아키텍처에서, 어레이의 스트링

(string) 내의 각각의 메모리 셀의 드레인들은, 소스 라인과 비트 라인 사이에서, 소스 대 드레인으로, 함께 직

렬로 결합된다. 

NOR 및 NAND 아키텍처 반도체 메모리 어레이들 둘 모두, 그들의 게이트들에 결합된 워드 라인을 선택하여 특정[0008]

메모리 셀들을 활성화하는 디코더들을 통해 액세스된다. NOR 아키텍처 반도체 메모리 어레이에서, 일단 활성화

되면, 선택된 메모리 셀들은 비트 라인들 상에 그들의 데이터 값들을 위치시키며, 이는 특정 셀이 프로그래밍된

상태에 따라 상이한 전류들이 흐르게끔 한다. NAND 아키텍처 반도체 메모리 어레이에서, 높은 바이어스 전압이

드레인-측 선택 게이트(drain-side select gate; SGD) 라인에 인가된다. 각각의 그룹의 선택되지 않은 메모리

셀들의 게이트들에 결합된 워드 라인들은 (예를 들어, 그들의 저장된 데이터 값들에 의해 제한되지 않는 방식으

로 전류를 패스(pass)하기 위한) 패스 트랜지스터들로서 각각의 그룹의 선택되지 않은 메모리 셀들을 동작시키

기 위해 지정된 패스 전압(예를 들어, Vpass)으로 드라이브된다. 그러면 전류는 소스 라인으로부터 오로지 각각

의 그룹의 선택된 메모리 셀들에 의해서만 제한되는 각각의 직렬 결합된 그룹을 통해 비트 라인으로 흐르며, 이

는 선택된 메모리 셀들의 인코딩된 데이터 값들을 비트 라인들 상에 위치시킨다.

NOR 또는 NAND 아키텍처 반도체 메모리 어레이 내의 각각의 플래시 메모리 셀은 하나 또는 복수의 프로그래밍된[0009]

상태들로 개별적으로 또는 집합적으로 프로그래밍될 수 있다. 예를 들어, 단일-레벨 셀(single-level  cell;

SLC)이 2개의 프로그래밍된 상태들 중 하나(예를 들어, 1 또는 0)을 나타낼 수 있으며, 이는 데이터의 하나의

비트를 나타낸다. 

그러나, 플래시 메모리 셀들은 또한 2개를 초과하는 프로그래밍된 상태들 중 하나를 나타낼 수 있으며, 이는,[0010]

각각의 셀이 1개를 초과하는 2진 디지트(digit)(예를 들어, 1개를 초과하는 비트)를 나타낼 수 있음에 따라 메

모리 셀들의 수를 증가시키지 않고 더 높은 밀도의 메모리들의 제조를 가능하게 한다. 이러한 셀들은 다중-상태

메모리 셀들, 다중-디지트 셀들, 또는 다중-레벨 셀(multi-level cell; MLC)들로서 지칭될 수 있다. 특정 예들

에 있어서, MLC는 셀 당 데이터의 2개의 비트들(예를 들어, 4개의 프로그래밍된 상태들 중 하나)를 저장할 수

있는 메모리 셀을 지칭할 수 있으며, 3중-레벨 셀(triple-level cell; TLC)은 셀 당 데이터의 3개의 비트들(예

를 들어, 8개의 프로그래밍된 상태들 중 하나)를 저장할 수 있는 메모리 셀을 지칭할 수고, 4중-레벨 셀(quad-

level cell; QLC)은 셀 당 데이터의 4개의 비트들을 저장할 수 있다. MLC는 본원에서, 셀 당 데이터의 1개를 초

과하는 비트를 저장할 수 있는(즉, 2개를 초과하는 프로그래밍된 상태들을 나타낼 수 있는) 임의의 메모리 셀을

지칭하기 위하여 그것의 더 광범위한 맥락에서 사용된다. 

전통적인 메모리 어레이들은 반도체 기판의 표면 상에 배열된 2-차원(2D) 구조체들이다. 주어진 면적에 대하여[0011]

메모리 용량을 증가시키기 위하여 그리고 비용을 감소시키기 위하여, 개별적인 메모리 셀들의 크기가 감소되어

왔다. 그러나, 개별적인 메모리 셀들의 크기의 감소에 대한 기술적인 한계가 존재하며, 따라서, 2D 메모리 어레

이들의 메모리 밀도에 대한 기술적인 한계가 존재한다. 이에 응답하여, 3D NAND 아키텍처 반도체 메모리 디바이

스들과 같은 3-차원(3D) 메모리 구조체들이 메모리 밀도를 더 증가시키고 메모리 비용을 더 낮추기 위하여 개발

되고 있다. 
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이러한 3D NAND 디바이스들은 흔히 소스에 인접한 하나 이상의 소스-측 선택 게이트(source-side select gate;[0012]

SGS)들 사이에 직렬로 결합된(예를 들어, 드레인 대 소스) 저장 셀들의 스트링들, 및 비트 라인에 인접한 하나

이상의 드레인-측 선택 게이트(drain-side select gate; SGD)들을 포함한다. 일 예에 있어서, SGS들 또는 SGD

들은  하나 이상의 전계-효과 트랜지스터(field-effect  transistor;  FET)들  또는  금속-산화물 반도체(metal-

oxide semiconductor; MOS) 구조체 디바이스들 등을 포함할 수 있다. 일부 예들에 있어서, 스트링들은 개별적인

워드 라인들을 포함하는 다수의 수직으로 이격된 계층들을 통해 수직으로 연장할 것이다. 반도체 구조체(예를

들어, 폴리실리콘 구조체)는 스트링의 저장 셀들에 대한 채널을 형성하기 위하여 저장 셀들의 스트링에 인접하

여 연장할 수 있다. 수직 스트링의 예에 있어서, 폴리실리콘 구조체는 수적으로 연장하는 필러(pillar)의 형태

일 수 있다. 일부 예들에 있어서, 스트링은 "접힐(folded)" 수 있으며, 그에 따라서 U-형 필러에 대하여 배열될

수 있다. 다른 예들에 있어서, 다수의 수직 구조체들은 저장 셀 스트링들의 스택(stack)된 어레이들을 형성하기

위하여 서로 상에 스택될 수 있다.

메모리  어레이들  또는  디바이스들은  메모리  시스템의  저장  볼륨,  예컨대  고체-상태  드라이브(solid-state[0013]

drive; SSD), 범용 플래시 저장(Universal Flash Storage; UFS™) 디바이스, 멀티미디어카드(MultiMediaCard;

MMC) 고체-상태 저장 디바이스, 내장형 MMC(embedded MMC; eMMC™) 디바이스 등을 형성하기 위하여 함께 결합될

수 있다. 다른 것들 중에서도 특히, SSD는, 예를 들어, 성능, 크기, 중량, 견고성, 동작 온도 범위, 및 전력 소

비에 대하여 움직이는 부분을 갖는 통상적인 하드 드라이브들을 뛰어넘는 장점들을 갖는 컴퓨터의 메인 저장 디

바이스로서 사용될 수 있다. 예를 들어, SSD는 감소된 탐색 시간, 레이턴시(latency), 또는 자기 디스크 드라이

브들과 연관된(예를 들어, 전기계적 등) 다른 지연을 가질 수 있다. SSD들은 내부 배터리 공급 필요성들을 제거

하기 위해 플래시 메모리 셀들과 같은 비-휘발성 메모리 셀들을 사용하며, 그에 따라서 드라이브를 더 다목적으

로 그리고 더 콤팩트하게 만든다.

SSD는 다수의 다이(die)들 또는 논리적 유닛들(예를 들어, 논리적 유닛 번호들 또는 LUN(logical unit numbe[0014]

r)들)을 포함하여 다수의 메모리 디바이스들을 포함할 수 있으며, 메모리 디바이스들을 동작시키기 위해 또는

외부 시스템들과 인터페이스하기 위해 요구되는 논리적 기능들을 수행하는 하나 이상의 프로세서들 또는 다른

제어기들을 포함할 수 있다. 이러한 SSD들은 그 위의 다수의 메모리 어레이들 및 주변 회로부(circuitry)를 포

함하는 하나 이상의 플래시 메모리 다이를 포함할 수 있다. 플래시 메모리 어레이들은 복수의 물리적 페이지

(page)들로 조직화된 메모리 셀들의 복수의 블록들을 포함할 수 있다. 다수의 예들에 있어서, SSD들은 또한

DRAM 또는 SRAM(또는 다른 형태의 메모리 다이 또는 다른 메모리 구조체들)을 포함할 것이다. SSD는, 메모리 디

바이스들과 호스트 사이에서 데이터(예를 들어, 사용자 데이터 및 연관된 무결성 데이터, 예컨대 오류 데이터

및 어드레스 데이터 등)를 전송하기 위한 판독 또는 기입 동작들 또는 메모리 디바이스들로부터 데이터를 소거

하기 위한 소거 동작들과 같은 메모리 동작들과 연관된 명령들을 호스트로부터 수신할 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

과제의 해결 수단

발명의 효과

도면의 간단한 설명

반드시 축적이 맞추어져야만 하는 것은 아닌 도면들 내에서, 유사한 번호들은 상이한 도면들에서 유사한 컴포넌[0015]

트들을 기술하기 위하여 사용될 수 있다. 상이한 문자 접미사들을 갖는 유사한 번호들은 유사한 컴포넌트들의

상이한 사례들을 나타낼 수 있다. 도면들은, 예로서 그리고 비제한적으로, 본 문서에서 논의되는 다양한 실시예

들을 전반적으로 예시한다.

도 1은 메모리 디바이스를 포함하는 환경의 일 예를 예시한다.
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도 2 내지 도 3은 3D NAND 아키텍처 반도체 메모리 어레이의 일 예의 개략도들을 예시한다.

도 4는 메모리 모듈의 예시적인 블록도를 예시한다.

도 5는 본 개시의 일부 예들에 따른 물리적 파티션을 생성하기 위한 요청에 응답하여 논리적 파티션을 생성하기

위한 방법의 순서도를 예시한다.

도 6은, 본 개시의 일부 예들에 따른 논리적 파티션으로서 NAND에 의해 생성된 물리적 파티션으로 보내진 호스

트 명령을 NAND 제어기가 프로세싱하는 방법의 순서도를 예시한다.

도 7은 본 개시의 일부 예들에 따른 메모리 제어기의 개략도를 도시한다.

도 8은, 하나 이상의 실시예들이 구현될 수 있는 기계의 일 예를 예시하는 블록도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

모바일 전자 디바이스들(예를 들어, 스마트 폰들, 태블릿들 등), 자동차 애플리케이션에서 사용하기 위한 전자[0016]

디바이스들(예를 들어, 자동차 센서들, 제어 유닛들, 운전자-보조 시스템들, 승객 안전 또는 쾌적 시스템들 등)

및 인터넷-연결형 전기기기들 또는 디바이스들(예를 들어, 사물-인터넷(internet-of-things; IoT)  디바이스들

등)과 같은 전자 디바이스들은, 다른 것들 중에서도 특히, 전자 디바이스의 유형, 사용 환경, 성능 기대 등에

따라 다양한 저장 요구들을 갖는다. 

전자 디바이스들은 몇몇 메인 컴포넌트들: 프로세서(예를 들어, 중앙 프로세싱 유닛(central processing unit;[0017]

CPU) 또는 다른 메인 프로세서); 메모리(예를 들어, 하나 이상의 휘발성 또는 비-휘발성 랜덤 액세스 메모리

(RAM) 메모리 디바이스, 예컨대 동적 RAM(DRAM), 모바일 또는 저-전력 이중-데이터-레이트 동기식 DRAM(double-

data-rate synchronous DRAM; DDR SDRAM) 등); 및 저장 디바이스(예를 들어, 비-휘발성 메모리(non-volatile

memory; NVM) 디바이스, 예컨대 플래시 메모리, 판독-전용 메모리(ROM), SSD, MMC, 또는 다른 메모리 카드 구조

체 또는 어셈블리 등)로 나누어질 수 있다. 특정 예들에 있어서, 전자 디바이스들은 사용자 인터페이스(예를 들

어, 디스플레이, 터치-스크린, 키보드, 하나 이상의 버튼들 등), 그래픽 프로세싱 유닛(graphics processing

unit; GPU), 전력 관리 회로, 기저대역 프로세서 또는 하나 이상의 트랜시버 회로 등을 포함할 수 있다. 

도 1은 통신 인터페이스를 통해 통신하도록 구성된 호스트 디바이스(105) 및 메모리 디바이스(110)를 포함하는[0018]

환경(100)의 일 예를 예시한다. 제품(150)의 프로세싱, 통신, 또는 제어를 지원하기 위하여 호스트 디바이스

(105) 또는 메모리 디바이스(110)는 사물 인터넷(Internet of Things; IoT) 디바이스들(예를 들어, 냉장고 또

는 다른 전기기기, 센서, 모터 또는 작동기)과 같은 다양한 제품들(150) 내에 포함될 수 있다. 

메모리 디바이스(110)는, 메모리 제어기(115) 및, 예를 들어, 복수의 개별적인 메모리 다이(예를 들어, 3-차원[0019]

(3D) NAND 다이의 스택)를 포함하는 메모리 어레이(120)를 포함한다. 3D 아키텍처 반도체 메모리 기술품에 있어

서, 수직 구조체들이 스택되며, 이는 계층들, 물리적 페이지들의 수를 증가시키고, 그에 따라서 메모리 디바이

스(예를 들어, 저장 디바이스)의 밀도를 증가시킨다. 일 예에 있어서, 메모리 디바이스(110)는 호스트 디바이스

(105)의 개별적인 메모리 또는 저장 디바이스 컴포넌트일 수 있다. 다른 예들에 있어서, 메모리 디바이스(110)

는, 호스트 디바이스(105)의 하나 이상의 다른 컴포넌트들과 스택되거나 또는 이에 달리 포함된 집적 회로(예를

들어, 시스템 온 칩(system on a chip; SOC) 등)의 일 부분일 수 있다. 

직렬 고급 기술 부착(Serial Advanced Technology Attachment; SATA) 인터페이스, 주변 컴포넌트 상호연결 익[0020]

스프레스(Peripheral Component Interconnect Express; PCIe) 인터페이스, 범용 직렬 버스(Universal Serial

Bus; USB) 인터페이스, 범용 플래시 저장부(Universal Flash Storage; UFS) 인터페이스, eMMC™ 인터페이스,

또는 하나 이상의 다른 커넥터들 또는 인터페이스들과 같은 하나 이상의 통신 인터페이스들이 메모리 디바이스

(110)와 호스트 디바이스(105)의 하나 이상의 다른 컴포넌트들 사이에서 데이터를 전송하기 위해 사용될 수 있

다. 호스트 디바이스(105)는 호스트 시스템, 전자 디바이스, 프로세서, 메모리 카드 리더, 또는 메모리 디바이

스(110) 외부의 하나 이상의 다른 전자 디바이스들을 포함할 수 있다. 일부 예들에 있어서, 호스트(105)는 도 8

의 기계(800)를 참조하여 논의되는 컴포넌트들 중 일부 부분 또는 전부를 갖는 기계일 수 있다. 

메모리 제어기(115)는 호스트(105)로부터 명령어들을 수신할 수 있으며, 예컨대 메모리 어레이의 메모리 셀들,[0021]

평면들, 서브-블록들, 블록들 또는 페이지들 중 하나 이상으로 데이터를 전송(예를 들어, 기입 또는 소거)하거

나 또는 이로부터 데이터를 전송(예를 들어, 판독)하기 위해서 메모리 어레이와 통신할 수 있다. 메모리 제어기

(115)는, 다른 것들 중에서도 특히, 하나 이상의 컴포넌트들 또는 집적 회로들을 포함하는 회로부 또는 펌웨어
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를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리 제어기(115)는 메모리 어레이(120)에 걸친 액세스를 제어하고 호스트

(105)와 메모리 디바이스(110) 사이에 변환 계층(translation layer)을 제공하도록 구성된 하나 이상의 메모리

제어 유닛들, 회로들, 또는 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 메모리 제어기(115)는 메모리 어레이(120)로 데이터

를 전송하거나 또는 이로부터 데이터를 전송하기 위한 하나 이상의 입력/출력(input/output; I/O) 회로들, 라인

들, 또는 인터페이스들을 포함할 수 있다. 메모리 제어기(115)는 메모리 관리자(125) 및 어레이 제어기(135)를

포함할 수 있다. 

메모리 관리자(125)는, 다른 것들 중에서도 특히, 다양한 메모리 관리 기능들과 연관된 복수의 컴포넌트들 또는[0022]

집적 회로들과 같은 회로부 또는 펌웨어를 포함할 수 있다. 본 설명의 목적들을 위하여, 예시적인 메모리 동작

및 관리 기능들이 NAND 메모리의 맥락에서 설명될 것이다. 당업자들은, 다른 형태들의 비-휘발성 메모리가 유사

한 메모리 동작들 및 관리 기능들을 가질 수 있다는 것을 인식할 것이다. 이러한 NAND 관리 기능들은 마모 레벨

링(wear leveling)(예를 들어, 가비지 콜렉션(garbage collection) 또는 재활용(reclamation)), 오류 검출 또

는 정정, 블록 폐기(block retirement), 또는 하나 이상의 다른 메모리 관리 기능들을 포함한다. 메모리 관리자

(125)는 어레이 제어기(135) 또는 메모리 디바이스(110)의 하나 이상의 다른 컴포넌트들에 대하여 호스트 명령

들(예를 들어, 호스트로부터 수신된 명령들)을 디바이스 명령들(예를 들어, 메모리 어레이의 동작과 연관된 명

령들 등)로 파싱(parse)하거나 또는 포맷할 수 있거나, 또는 (예를 들어, 다양한 메모리 관리 기능들을 달성하

기 위하여) 디바이스 명령들을 생성할 수 있다. 

메모리 관리자(125)는 메모리 디바이스(110)의 하나 이상의 컴포넌트들과 연관된 다양한 정보(예를 들어, 메모[0023]

리 제어기(115)에 결합된 하나 이상의 메모리 셀들 또는 메모리 어레이와 연관된 다양한 정보)를 유지하도록 구

성된 관리 테이블들(130)의 세트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 관리 테이블들(130)은 메모리 제어기(115)에 결

합된 메모리 셀들의 하나 이상의 블록들에 대한 블록 나이, 블록 소거 카운트, 오류 이력, 또는 하나 이상의 오

류 카운트들(예를 들어, 기입 동작 오류 카운트, 판독 비트 오류 카운트, 판독 동작 오류 카운트, 소거 오류 카

운트 등)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 특정 예들에 있어서, 오류 카운트들 중 하나 이상에 대하여 검출된 오

류들의 수가 임계 이상인 경우, 비트 오류는 정정불능 비트 오류로서 지칭될 수 있다. 관리 테이블들(130)은,

다른 것들 중에서도 특히, 정정가능 또는 정정불능 비트 오류들의 카운트를 유지할 수 있다.

어레이 제어기(135)는, 다른 것들 중에서도 특히, 메모리 제어기(115)에 결합된 메모리 디바이스(110)의 하나[0024]

이상의 메모리 셀들에 데이터를 기입하는 것, 이로부터 데이터를 판독하는 것, 또는 이를 소거하는 것과 연관된

메모리 동작들을 제어하도록 구성된 회로부 또는 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 메모리 동작들은, 예를 들어,

호스트(105)로부터 수신된 호스트 명령들에 기초하거나 또는 (예를 들어, 마모 레벨링, 오류 검출 또는 정정 등

과 연관되어) 메모리 관리자(125)에 의해 내부적으로 생성될 수 있다.

어레이 제어기(135)는 오류 정정 코드(error correction code; ECC) 컴포넌트(140)를 포함할 수 있으며, 이는,[0025]

다른 것들 중에서도 특히, 메모리 제어기(115)에 결합된 메모리 디바이스(110)의 하나 이상의 메모리 셀들에 데

이터를 기입하는 것 또는 이로부터 데이터를 판독하는 것과 연관된 오류들을 검출하거나 또는 정정하도록 구성

된 ECC 엔진 또는 다른 회로부를 포함할 수 있다. 메모리 제어기(115)는, 호스트(105)와 메모리 디바이스(110)

사이에서 전송되는 데이터의 무결성을 유지하거나 또는 (예를 들어, 중복 RAID 저장부 등을 사용하여) 저장된

데이터의 무결성을 유지하면서 데이터의 다양한 동작들 또는 저장과 연관된 오류 발생들(예를 들어, 비트 오류

들, 동작 오류들 등)을 능동적으로 검출하고 이를 복구하도록 구성될 수 있으며, 장래의 오류들을 방지하기 위

하여 실패한 메모리 자원들(예를 들어, 메모리 셀들, 메모리 어레이들 페이지들, 블록들 등)을 제거(예를 들어,

폐기)할 수 있다. 

 메모리 어레이(120)는, 예를 들어, 복수의 디바이스들, 평면들, 서브-블록들, 블록들 또는 페이지들로 배열된[0026]

몇몇 메모리 셀들을 포함할 수 있다. 일 예로서, 48 GB TLC NAND 메모리 디바이스는 페이지 당 18,592 바이트

(B)(16,384 + 2208 바이트)의 데이터, 블록 당 1536개의 페이지들, 평면 당 548개의 블록들, 및 디바이스 당 4

개 이상의 평면들을 포함할 수 있다. 다른 예로서, (셀 당 데이터의 2개의 비트들(즉, 4개의 프로그램가능 상태

들)을 저장하는) 32 GB MLC 메모리 디바이스는 페이지 당 18,592 바이트(B)(16,384 + 2208 바이트)의 데이터,

블록 당 1024개의 페이지들, 평면 당 548개의 블록들, 및 디바이스 당 4애의 평면들을 포함할 수 있지만, 대응

하는 TLC 메모리 디바이스에 비하여 절반의 필요 기입 시간 및 2배의 프로그램/소거(program/erase; P/E) 사이

클들을 갖는다. 다른 예들은 다른 수들 또는 배열들을 포함할 수 있다. 일부 예들에 있어서, 메모리 디바이스

또는 이의 일 부분은 선택적으로 SLC 모드로 또는 (TLC, QLC, 등과 같은) 희망되는 MLC 모드로 동작될 수 있다. 

동작 시에, 데이터는 페이지로 NAND 메모리 디바이스(110)에 기입되거나 또는 판독되며, 블록으로 소거된다. 그[0027]
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러나, 하나 이상의 메모리 동작들(예를 들어, 판독, 기입, 소거 등)은 희망되는 바와 같이 더 크거나 또는 더

작은 메모리 셀들의 그룹들에 대하여 수행될 수 있다. NAND 메모리 디바이스(110)의 데이터 전송 크기는 전형적

으로 페이지로서 지칭되며, 반면 호스트의 데이터 전송 크기는 전형적으로 섹터로서 지칭된다. 

데이터의 페이지가 복수의 바이트의 사용자 데이터(예를 들어, 복수의 데이터 섹터들을 포함하는 데이터 페이로[0028]

드(payload)) 및 그것의 대응하는 메타데이터를 포함할 수 있지만, 페이지의 크기는 통상적으로 오로지 사용자

데이터를 저장하기 위해 사용되는 바이트들의 수만을 지칭한다. 일 예로서, 4 KB의 페이지 크기를 갖는 데이터

의 페이지는 4 KB의 사용자 데이터(예를 들어, 512 B의 섹터 크기를 가정할 때 8개의 섹터들)뿐만 아니라, 무결

성 데이터(예를 들어, 오류 검출 또는 정정 코드 데이터), 어드레스 데이터(예를 들어, 논리적 어드레스 데이터

등),  또는  사용자  데이터와  연관된  다른  메타데이터와  같은  사용자  데이터에  대응하는  복수의  바이트(예를

들어, 32 B, 54 B, 224 B, 등)의 메타데이터를 포함할 수 있다.

상이한 유형들의 메모리 셀들 또는 메모리 어레이들(120)은 상이한 페이지 크기들을 제공할 수 있거나, 또는 이[0029]

와 연관된 상이한 양의 메타데이터를 요구할 수 있다. 예를 들어, 상이한 메모리 디바이스 유형들은, 데이터의

페이지의 무결성을 보장하기 위한 상이한 양의 메타데이터를 초래할 수 있는 상이한 비트 오류 레이트들을 가질

수 있다(예를 들어, 더 높은 비트 오류 레이트를 갖는 메모리 디바이스는 더 낮은 비트 오류 레이트를 갖는 메

모리 디바이스보다 더 많은 바이트의 오류 정정 코드 데이터를 필요로 할 수 있다). 일 예로서, 다중-레벨 셀

(multi-level cell; MLC) NAND 플래시 디바이스는 대응하는 단일-레벨 셀(single-level cell; SLC) NAND 플래

시 디바이스보다 더 높은 비트 오류 레이트를 가질 수 있다. 이와 같이, MLC 디바이스는 대응하는 SLC 디바이스

보다 오류 데이터에 대한 더 많은 메타데이터 바이트들을 필요로 할 수 있다. 

도 2는, 블록들(예를 들어, 블록 A(201A), 블록 B(201B) 등) 및 서브-블록들(예를 들어, 서브-블록 A0(201A0),[0030]

서브-블록 An(201An), 서브-블록 B0(201B0), 서브-블록 Bn(201Bn) 등)로 조직된, 메모리 셀들의 복수의 스트링들

(예를 들어, 제 1 - 제 3 A0 메모리 스트링들(205A0-207A0), 제 1 - 제 3 An 메모리 스트링들(205An-207An), 제

1 - 제 3 B0 메모리 스트링들(205B0-207B0), 제 1 - 제 3 Bn 메모리 스트링들(205Bn-207Bn), 등)을 포함하는 3D

NAND 아키텍처 반도체 메모리 어레이(200)의 예시적인 개략도를 예시한다. 메모리 어레이(200)는, 전형적으로

메모리 디바이스의 블록, 디바이스, 또는 다른 단위에서 발견될 더 큰 수의 유사한 구조체들의 일 부분을 나타

낸다. 

메모리 셀들의 각각의 스트링은, 소스 라인(SRC)(235) 사이에 또는 소스-측 선택 게이트(SGS)(예를 들어, 제 1[0031]

- 제 3 A0 SGS(231A0-233A0), 제 1 - 제 3 An SGS(231An-233An), 제 1 - 제 3 B0 SGS(231B0-233B0), 제 1 - 제 3

Bn SGS(231Bn-233Bn), 등)와 드레인-측 선택 게이트(SGD)(예를 들어, 제 1 - 제 3 A0 SGD(226A0-228A0), 제 1 -

제 3 An SGD(226An-228An), 제 1 - 제 3 B0 SGD(226B0-228B0), 제 1 - 제 3 Bn SGD(226Bn-228Bn), 등) 사이에, 소

스 대 드레인으로, Z 방향으로 스택된 전하 저장 트랜지스터들(예를 들어, 플로팅 게이트 트랜지스터들, 전하-

트래핑 구조체들 등)의 복수의 계층들을 포함한다. 3D 메모리 어레이 내의 메모리 셀들의 각각의 스트링은 데이

터 라인들(예를 들어, 비트 라인(BL)들 BL0-BL2(220-222))로서 X 방향을 따라서 그리고 물리적 페이지들로서 Y

방향을 따라서 배열될 수 있다. 

물리적 페이지 내에서, 각각의 계층은 메모리 셀들의 로우를 나타내며, 메모리 셀들의 각각의 스트링은 컬럼을[0032]

나타낸다. 서브-블록은 하나 이상의 물리적 페이지들을 포함할 수 있다. 블록은 복수의 서브-블록들(또는 물리

적 페이지들)(예를 들어, 128, 256, 384, 등)을 포함할 수 있다. 2개의 블록들을 가지며, 각각의 블록이 2개의

서브-블록들을 가지고, 각각의 서브-블록은 단일 물리적 페이지를 가지며, 각각의 물리적 페이지는 메모리 셀들

의 3개의 스트링들을 가지고, 각각의 스트링은 메모리 셀들의 8개의 계층들을 갖는 것으로서 본원에서 예시되지

만,  다른  예들에  있어서,  메모리  어레이(200)는  더  많거나  또는  더  적은  블록들,  서브-블록들,  물리적

페이지들, 메모리 셀들의 스트링들, 메모리 셀들 또는 계층들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리 셀들의 각

각의 스트링은 더 많거나 또는 더 적은 계층들(예를 들어, 16, 32, 64, 128, 등)뿐만 아니라, 희망되는 바와 같

이, 전하 저장 트랜지스터들 위에 또는 아래에 반도체 재료의 하나 이상의 추가적인 계층들(예를 들어, 선택 게

이트들, 데이터 라인들, 등)을 포함할 수 있다. 일 예로서, 48  GB  TLC  NAND  메모리 디바이스는 페이지 당

18,592 바이트(B)(16,384 + 2208 바이트)의 데이터, 블록 당 1536개의 페이지들, 평면 당 548개의 블록들, 및

디바이스 당 4개 이상의 평면들을 포함할 수 있다. 

메모리 어레이(200) 내의 각각의 메모리 셀은, 희망되는 바와 같이, 특정 계층 또는 계층의 일 부분에 걸쳐 제[0033]
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어 게이트(CG)들에 집합적으로 결합되는, 액세스 라인(예를 들어, 워드 라인(WL)들(WL00-WL70(210A-217A), WL01-

WL71(210B-217B), 등)에 결합된(예를 들어, 전기적으로 또는 달리 이에 동작가능하게 연결된) 제어 게이트(CG)

를 포함한다. 3D 메모리 어레이 내의 특정 계층들, 및 그에 따른 스트링 내의 특정 메모리 셀들은 개별적인 액

세스 라인들을 사용하여 액세스되거나 또는 제어될 수 있다. 선택 게이트들의 그룹들은 다양한 선택 라인들을

사용하여 액세스될 수 있다. 예를 들어, 제 1 - 제 3 A0 SGD(226A0-228A0)는 A0 SGD 라인(SGDA0(225A0))을 사용

하여 액세스될 수 있으며, 제 1 - 제 3 An SGD(226An-228An)는 An SGD 라인(SGDAn(225An))을 사용하여 액세스 될

수 있고, 제 1 - 제 3 B0 SGD(226B0-228B0)는 B0 SGD 라인(SGDB0(225B0))을 사용하여 액세스될 수 있으며, 제 1

-  제  3  Bn  SGD(226Bn-228Bn)는  Bn  SGD  라인(SGDBn(225Bn))을  사용하여  액세스될  수  있다.  제  1  -  제  3  A0

SGS(231A0-233A0) 및 제 1 - 제 3 An SGS(231An-233An)는 게이트 선택 라인(SGS0(230A))을 사용하여 액세스될 수

있으며, 제 1 - 제 3 B0 SGS(231B0-233B0) 및 제 1 - 제 3 Bn SGS(231Bn-233Bn)는 게이트 선택 라인(SGS1(230

B))을 사용하여 액세스될 수 있다. 

일 예에 있어서, 메모리 어레이(200)는, 어레이의 개별적인 계층의 선택 게이트(또는 CG들 도는 선택 게이트들[0034]

의 일 부분) 또는 각각의 메모리 셀의 제어 게이트(CG)들을 결합하도록 구성된 반도체 재료(예를 들어, 폴리실

리콘, 등)의 복수의 레벨들을 포함할 수 있다. 어레이 내의 메모리 셀들의 특정 스트링들은 비트 라인(BL)들 및

선택 게이트들 등의 조합을 사용하여 액세스되거나, 선택되거나, 또는 제어될 수 있으며, 특정 스트링들 내의

하나 이상의 계층들에서의 특정 메모리 셀들은 하나 이상의 액세스 라인들(예를 들어, 워드 라인들)을 사용하여

액세스되거나, 선택되거나, 또는 제어될 수 있다. 

도 3은, 스트링들(예를 들어, 제 1 - 제 3 스트링들(305-307)) 및 (예를 들어, 개별적인 워드 라인(WL)들(WL0-[0035]

WL7(310-317)), 드레인-측 선택 게이트(SGD) 라인(325), 소스-측 선택 게이트(SGS) 라인(330), 등으로서 예시

된 바와 같은 ) 계층들의 2-차원 어레이로 배열된 복수의 메모리 셀들(302) 및 센싱 증폭기들 또는 디바이스들

(360)을 포함하는 NAND 아키텍처 반도체 메모리 어레이(300)의 일 부분의 예시적인 개략도를 예시한다. 예를 들

어, 메모리 어레이(300)는, 도 2에 예시된 것과 같은 3D NAND 아키텍처 반도체 메모리 디바이스의 메모리 셀들

의 하나의 물리적 페이지의 일 부분의 예시적인 개략도를 예시할 수 있다. 

메모리 셀들의 각각의 스트링은 개별적인 소스-측 선택 게이트(SGS)(예를 들어, 제 1 - 제 3 SGS(331-333))를[0036]

사용하여 소스 라인(SRC)에 그리고 개별적인 드레인-측 선택 게이트(SGD)(예를 들어, 제 1 -  제 3 SGD(326-

328))를 사용하여 개별적인 데이터 라인(예를 들어, 제 1 - 제 3 비트 라인(BL)들(BL0-BL2(320-322))에 결합된

다. 도 3의 예에서 (예를 들어, 워드 라인(WL)들(WL0-WL7(310-317))을 사용하는) 8개의 계층들 및 3개의 데이터

라인들(BL0-BL2(326-328))을 가지고 예시되었지만, 다른 예들은 희망되는 바와 같이 더 많거나 또는 더 적은 계

층들 또는 데이터 라인들을 갖는 메모리 셀들의 스트링들을 포함할 수 있다. 

예시적인 메모리 어레이(300)와 같은 NAND 아키텍처 반도체 메모리 어레이에 있어서, 선택된 메모리 셀(302)의[0037]

상태는 선택된 메모리 셀을 포함하는 특정 데이터 라인과 연관된 전류 또는 전압 변동을 센싱함으로써 액세스될

수 있다. 메모리 어레이(300)는 하나 이상의 드라이버들을 사용하여 (예를 들어, 제어 회로, 하나 이상의 프로

세서들 디지털 로직 등에 의해) 액세스될 수 있다. 일 예에 있어서, 하나 이상의 드라이버들은, 특정 메모리 셀

또는 메모리 셀들의 세트에 대하여 수행되도록 희망되는 동작의 유형에 의존하여 하나 이상의 데이터 라인들(예

를 들어, 비트 라인들(BL0-BL2)), 액세스 라인들(예를 들어, 워드 라인들(WL0-WL7)) 또는 선택 게이트들로 특정

전위를 드라이브함으로써 특정 메모리 셀 또는 메모리 셀들의 세트를 활성화할 수 있다. 

메모리 셀을 프로그래밍하거나 또는 이에 데이터를 기입하기 위하여, 프로그래밍 전압(Vpgm)(예를 들어, 하나[0038]

이상의 프로그래밍 펄스들, 등)이 선택된 워드 라인들(예를 들어, WL4) 및 그에 따라서 선택된 워드 라인들에

결합된 각각의 메모리 셀의 제어 게이트(예를 들어, WL4에 결합된 메모리 셀들의 제 1 - 제 3 제어 게이트(CG)

들(341-343))에 인가될 수 있다. 프로그래밍 펄스들은, 예를 들어, 15V로 또는 그 근처에서 시작할 수 있으며,

특정 예들에 있어서, 각각의 프로그래밍 펄스 인가 동안 크기가 증가할 수 있다. 프로그램 전압이 선택된 워드

라인들에 인가되는 동안, 접지 전위(예를 들어, Vss)와 같은 전위가 프로그래밍을 위해 목표된 메모리 셀들의

데이터 라인들(예를 들어, 비트 라인들) 및 기판들(그리고 그에 따라서 소스들과 드레인 사이의 채널들)에 인가

될 수 있으며, 이는 채널들로부터 목표된 메모리 셀들의 플로팅 게이트들로의 전하 이동(예를 들어, 직접 주입

또는 파울러-노드하임(Fowler-Nordheim; FN) 터널링 등)을 야기할 수 있다. 

이와 대조적으로, 채널들로부터 이러한 비-목표된 메모리 셀들의 플로팅 게이트들로 전하가 이동하는 것을 방지[0039]
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하기 위하여, 패스 전압(Vpass)이 프로그래밍을 위해 목표되지 않은 메모리 셀들을 갖는 하나 이상의 워드 라인

들에 인가될 수 있거나 또는 억제 전압(inhibit voltage)(예를 들어, Vcc)이 프로그래밍을 위해 목표되지 않은

메모리 셀들을 갖는 데이터 라인들(예를 들어, 비트 라인들)에 인가될 수 있다. 패스 전압은, 예를 들어, 프로

그래밍을 위해 목표된 워드 라인에 인가되는 패스 전압들의 근접성에 의존하여 변화할 수 있다. 억제 전압은,

접지 전위(예를 들어, Vss)에 대한, 외부 소스 또는 공급부(예를 들어, 배터리, AC-대-DC 컨버터, 등)으로부터

의 전압과 같은 공급 전압(Vcc)을 포함할 수 있다. 

일 예로서, 프로그래밍 전압(예를 들어, 15V 또는 그 이상)이 WL4와 같은 특정 워드 라인에 인가되는 경우, 비-[0040]

목표된 메모리 셀들의 프로그래밍을 억제하거나 또는 프로그래밍을 위해 목표되지 않은 이러한 메모리 셀들 상

에 저장된 값들을 유지하기 위하여 10V의 패스 전압이 WL3, WL5, 등과 같은 하나 이상의 다른 워드 라인들에 인

가될 수 있다. 인가된 프로그램 전압과 비-목표된 메모리 셀들 사이의 거리가 증가함에 따라, 비-목표된 메모리

셀들이 프로그래밍되는 것을 피하기 위해 요구되는 패스 전압이 감소할 수 있다. 예를 들어, 15V의 프로그래밍

전압이 WL4에 인가되는 경우, 10V의 패스 전압이 WL3 및 WL5에 인가될 수 있으며, 8V의 패스 전압이 WL2 및 WL6

에 인가될 수 있고, 7V의 패스 전압이 WL1 및 WL7에 인가될 수 있는 등이다. 다른 예들에 있어서, 패스 전압들,

또는 워드 라인들의 수 등은 더 높거나 또는 더 낮을 수 있거나, 또는 더 많거나 또는 더 적을 수 있다. 

데이터 라인들 중 하나 이상(예를 들어, 제 1, 제 2, 또는 제 3 비트 라인들(BL0-BL2(320-322)))에 결합된 센싱[0041]

증폭기들(360)은 특정 데이터 라인 상의 전압 또는 전류를 센싱함으로써 개별적인 데이터 라인들 내의 각각의

메모리 셀의 상태를 검출할 수 있다. 

하나 이상의 프로그래밍 펄스들(예를 들어, Vpgm)의 인가들 사이에, 선택된 메모리 셀이 그것의 의도된 프로그[0042]

래밍된 상태에 도달하였는 여부를 결정하기 위해 검증 동작이 수행될 수 있다. 선택된 메모리 셀이 그것의 의도

된 프로그래밍된 상태에 도달한 경우, 이는 추가적인 프로그래밍이 억제될 수 있다. 선택된 메모리 셀이 그것의

의도된 프로그래밍된 상태에 도달하지 않은 경우, 추가적인 프로그래밍 펄스들이 인가될 수 있다. 특정 수(예를

들어, 최대 수)의 프로그래밍 펄스들 이후에 선택된 메모리 셀이 그것의 의도된 프로그래밍된 상태에 도달하지

않은 경우, 선택된 메모리 셀, 또는 이러한 선택된 메모리 셀과 연관된 스트링, 블록, 또는 페이지는 결함이 있

는 것으로 마킹될 수 있다.

메모리 셀 또는 메모리 셀들의 그룹(예를 들어, 소거는 전형적으로 블록들 또는 서브-블록들로 수행됨)을 소거[0043]

하기 위하여, 목표된 메모리 셀들의 워드 라인들이 접지 전위(예를 들어, Vss)와 같은 전위로 유지되는 동안,

(예를 들어, 하나 이상의 비트 라인들, 선택 게이트들 등을 사용하여) 소거를 위해 목표된 메모리 셀들의 기판

들(및 그에 따라서 소스들과 드레인들 사이의 채널들)에 소거 전압(Vers)(예를 들어, 전형적으로 Vpgm)이 인가

될 수 있으며, 이는 목표된 메모리 셀들의 플로팅 게이트들로부터 채널들로의 전하 이동(예를 들어, 직접 주입

또는 파울러-노드하임(Fowler-Nordheim; FN) 터널링 등)을 야기할 수 있다. 

도 4는, 복수의 메모리 셀들(404)을 갖는 메모리 어레이(402), 및 메모리 어레이(402)와의 통신을 제공하거나,[0044]

또는 이에 대하여 하나 이상의 메모리 동작들을 수행하기 위한 하나 이상의 회로들 또는 컴포넌트들을 포함하는

메모리 디바이스(400)의 예시적인 블록도를 예시한다. 메모리 디바이스(400)는 로우 디코더(412), 컬럼 디코더

(414), 센싱 증폭기들(420), 페이지 버퍼(422), 선택기(424), 입력/출력(I/O) 회로(426), 및 메모리 제어 유닛

(430)을 포함할 수 있다. 

메모리 어레이(402)의 메모리 셀들(404)은 제 1 및 제 2 블록들(402A, 402B)과 같이 블록들로 배열될 수 있다.[0045]

각각의 블록은 서브-블록들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 블록(402A)은 제 1 및 제 2 서브-블록들(402A0,

402An)을 포함할 수 있으며, 제 2 블록(402B)은 제 1 및 제 2 서브-블록들(402B0, 402Bn)을 포함할 수 있다. 각

각의 서브-블록은 복수의 물리적 페이지들을 포함할 수 있으며, 각각의 페이지는 복수의 메모리 셀들(404)을 포

함한다. 2개의 블록들을 가지며, 각각의 블록은 2개의 서브-블록들을 가지고, 각각의 서브-블록은 다수의 메모

리 셀들(404)을 갖는 것으로 본원에 예시되지만, 다른 예들에 있어서, 메모리 어레이(402)는 더 많거나 또는 더

적은 블록들, 서브-블록들, 메모리 셀들 등을 포함할 수 있다. 다른 예들에 있어서, 메모리 셀들(404)은 복수의

로우들, 컬럼들, 페이지들, 서브-블록들, 블록들 등으로 배열될 수 있으며, 예를 들어, 액세스 라인들(406), 제

1 데이터 라인들(410), 또는 하나 이상의 선택 게이트들, 소스 라인들 등을 사용하여 액세스될 수 있다. 

메모리 제어 유닛(430)은, 예를 들어, 하나 이상의 어드레스 라인들(416) 상에서 수신된 어드레스 신호들(A0-[0046]

AX) 또는 희망되는 동작(예를 들어, 기입, 판독, 소거, 등)을 나타내는 하나 이상의 제어 신호들 또는 클럭 신

호들을 포함하는, 제어 라인들(432) 상에서 수신된 하나 이상의 신호들 또는 명령어들에 따라 메모리 디바이스
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(400)의 메모리 동작들을 제어할 수 있다. 메모리 디바이스(400) 외부의 하나 이상의 디바이스들은 제어 라인들

(432) 상의 제어 신호들의 값들 또는 어드레스 라인(416) 상의 어드레스 신호들을 제어할 수 있다. 메모리 디바

이스(400)  외부의  디바이스들의  예들은,  비제한적으로,  도  4에  예시되지  않은  호스트,  메모리  제어기,

프로세서, 또는 하나 이상의 회로들 또는 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 

메모리 디바이스(400)는 메모리 셀들(404) 중 하나 이상으로 데이터를 전송(예를 들어, 기입 또는 소거) 또는[0047]

이로부터 데이터를 전송(예를 들어, 판독)하기 위해 액세스 라인들(406) 및 제 1 데이터 라인들(410)을 사용할

수 있다. 로우 디코더(412) 및 컬럼 디코더(414)는 어드레스 라인(416)으로부터 어드레스 신호들(A0-AX)을 수신

하고 디코딩할 수 있으며, 메모리 셀들(404) 중 어느 것이 액세스될 것인지 결정할 수 있고, 이상에서 설명된

바와 같이, 액세스 라인들(406)(예를 들어, 복수의 워드 라인들(WL0-WLm) 중 하나 이상) 또는 제 1 데이터 라인

들(410)(예를 들어, 복수의 비트 라인들(BL0-BLn) 중 하나 이상) 중 하나 이상으로 신호들을 제공할 수 있다. 

메모리 디바이스(400)는, 제 1 데이터 라인들(410)을 사용하여 메모리 셀들(404) 상의 데이터 값들을 결정(예를[0048]

들어, 판독)하거나 또는 이에 기입될 데이터의 값들을 결정하도록 구성된 센싱 증폭기들(420)과 같은 센싱 회로

부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리 셀들(404)의 선택된 스트링에서, 센싱 증폭기들(420) 중 하나 이상은

메모리 어레이(402) 내에서 선택된 스트링을 통해 데이터 라인들(410)로 흐르는 판독 전류에 응답하여 선택된

메모리 셀(404) 내의 논리 레벨을 판독할 수 있다. 

메모리 디바이스(400) 외부의 하나 이상의 디바이스들은 I/O 라인들(DQ0-DQN)(408), 어드레스 라인들(416)(A0-[0049]

AX), 또는 제어 라인들(432)을 사용하여 메모리 디바이스(400)와 통신할 수 있다. 입력/출력(I/O) 회로(426)는,

예를 들어, 제어 라인들(432) 및 어드레스 라인들(416)에 따라, I/O 라인들(408)을 사용하여, 메모리 디바이스

(400) 안으로 또는 밖으로, 예컨대 페이지 버퍼(422) 또는 메모리 어레이(402) 안으로 또는 밖으로 데이터의 값

들을 전송할 수 있다. 페이지 버퍼(422)는 데이터가 메모리 어레이(402)의 관련 부분들 내로 프로그래밍되기 이

전에 메모리 디바이스(400) 외부의 하나 이상의 디바이스들로부터 수신된 데이터를 저장할 수 있거나, 또는, 데

이터가 메모리 디바이스(400) 외부의 하나 이상의 디바이스들로 송신되기 이전에 메모리 어레이(402)로부터 판

독된 데이터를 저장할 수 있다. 

컬럼  디코더(414)는  하나  이상의  어드레스  신호들(A0-AX)을  수신하고  이를  하나  이상의  컬럼  선택  신호들[0050]

(CSEL1-CSELn)로 디코딩할 수 있다. 선택기(424)(예를 들어, 선택 회로)는 컬럼 선택 신호들(CSEL1-CSELn)을

수신하고, 메모리 셀들(404)로부터 판독될 또는 이로 프로그래밍될 데이터의 값들을 나타내는 페이지 버퍼(422)

내의 데이터를 선택할 수 있다. 선택된 데이터는 제 2 데이터 라인들(418)을 사용하여 페이지 버퍼(422)와 I/O

회로(426) 사이에서 전송될 수 있다. 

메모리 제어 유닛(430)은, 외부 소스 또는 공급부(예를 들어, 내부 또는 외부 배터리, AC-대-DC 컨버터, 등)으[0051]

로부터, 공급 전압(Vcc)(434) 및 네거티브 공급(Vss)(436)(예를 들어, 접지 전위)과 같은 포지티브 및 네거티브

공급 신호들을 수신할 수 있다. 특정 예들에 있어서, 메모리 제어 유닛(430)은 내부적으로 포지티브 또는 네거

티브 공급 신호들을 제공하기 위한 조절기(regulator)(428)를 포함할 수 있다. 

NAND 메모리 디바이스들을 그들의 디바이스들 내에 통합하는 컴퓨팅 디바이스 제조사들은 흔히 NAND 메모리 디[0052]

바이스의 저장 공간이 "물리적 파티션"으로서 메모리의 2개 이상의 청크(chunk)들로 파티션될 것을 요구하며,

여기에서 NAND가 물리적 공간을 분할한다. 각각의 물리적 파티션은, NAND 상의 별개로 관리되는 물리적 어드레

스 공간에 매핑되는 그 자체의 논리적 블록 어드레스들의 세트를 가지고 별개로 관리된다. 이러한 물리적 어드

레스들에 대응하는 이러한 물리적 메모리 블록들은 (파티션 상의 데이터가 소거될 것을 요구하는 재파티션이 되

지 않는 한) 항상 물리적 파티션에 속한다. 가비지 콜렉션 및 다른 동작들이 각각의 물리적 파티션에 대하여 개

별적으로 수행된다. 본질적으로, NAND는 이것을 별개의 디바이스로서 관리한다. 

파티션의 하나의 대안적인 유형은, 호스트 디바이스(예를 들어, 그 내부에 NAND가 설치된 디바이스)의 운영 시[0053]

스템이 O/S 레벨에서 저장부의 풀(pool)을 파티션하는 논리적 파티션이다. O/S 위의 애플리케이션은 NAND 디바

이스를 2개의 별개의 저장 풀들(예를 들어, 각각의 파티션)로서 보지만, 풀들 둘 모두에 의해 점유되는 전체 공

간이 NAND 디바이스 자체에 의해 연속적으로 관리된다. 이러한 예들에 있어서, NAND 디바이스는 논리적 파티션

의 존재에 대한 어떠한 지식도 갖지 않을 수 있다. 

특정 디바이스 제조사들은, 물리적 파티션들이 속도, 보안, 수명, 및 유사한 것과 같은 특정 성능 속성들을 더[0054]

양호하기 보장할 수 있다고 생각한다. 예를 들어, 디바이스 제조사들은, 보안 요건들, 파티션을 구성하는 메모

리 셀들의 구성(예를 들어, 이들이 SLC, MLC, TLC, 또는 유사한 것인지 여부), 크기, 파티션의 오버프로비저닝
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(overprovisioning), 및 유사한 것을 지정하는 서비스 레벨 협약들을 가질 수 있다. 

이러한 파티션들의 프로비저닝은 NAND 상에서 자원 집중적일 수 있다. 예를 들어, 다양한 관리 데이터는 NAND[0055]

메모리 디바이스 상의 파티션에 따라 물리적으로 저장되어야 할 필요가 있다. 이는, 그렇지 않았다면 사용자 데

이터를 저장하기 위해 사용될 수 있었던 NAND 상의 공간을 차지한다. 일단 물리적 파티션이 생성되면, 파티션들

사이에서 메모리 셀들을 이동시킬 방법이 없다. 따라서, 예를 들어, 특정 물리적 파티션에 대한 높은 사용량이

그 파티션 내의 메모리 셀들이 정상 레이트보다 더 높은 레이트로 마모되는 것을 야기하는 경우, 너무 많은 메

모리 셀들이 배드(bad)가 될 가능성이 발생할 수 있으며, 결과적으로, 파티션은 심지어 다른 파티션들 내의 공

간이 이용가능한 경우에도 사용불능이 될 수 있다. 부트 파티션이 영향을 받는 경우, 이는 디바이스가 부팅하지

못하게 할 수 있다. 다른 파티션 내의 사용자 데이터가 양호할 수 있지만(그리고 실제로 다른 파티션 내에 이용

가능 공간이 존재할 수 있지만), 디바이스는 부팅되지 못할 수 있으며, 사용자 데이터가 검색불가능할 수 있다. 

일부 예들에 있어서, 요청된 물리적 파티션 대신에 NAND-레벨 논리적 파티션을 생성하는 방법들, 시스템들, 기[0056]

계-판독가능 매체들, 및 NAND 디바이스들이 개시된다. NAND 디바이스는 이를 하나의 연속적인 메모리 풀로서 관

리하지만, 호스트 디바이스 상의 운영 시스템은 이러한 NAND-레벨 논리적 파티션을 물리적 파티션으로 본다. 따

라서, 예를 들어, 호스트 디바이스 상의 운영 시스템은 물리적 파티션에 대응하는 범위 내의 논리적 블록 어드

레스(logical block address; LBA)를 갖는 (파티션 식별자를 제공하는) 물리적 파티션으로 호스트 명령들을 발

행할 수 있지만, NAND 메모리 디바이스는 이러한 요청들을 다른 파티션들에 의해 공유되는 공통 풀 내의 물리적

어드레스들로 변환한다. NAND 제어기는, 서비스 레벨 보증(service level guarantee)들이 준수된다는 것을 보장

할 수 있다. 예를 들어, 파티션에 물리적 블록들을 할당할 때, 물리적 파티션 서비스 레벨 보증들이 메모리가

SLC 셀일 것임을 지정하는 경우에, 만일 메모리 블록이 SLC이 아닌 경우, 제어기는 메모리를 (TLC, MLC, QLC,

및 유사한 것으로부터) SLC이 되도록 재구성할 수 있다.

결과적으로, NAND는, 별개의 파티션을 생성하는 관리 부담들 및 메모리 저장 비용들을 초래하지 않고 운영 시스[0057]

템이 요구하는 서비스 레벨 보증들을 운영 시스템에 제공할 수 있다. 따라서, 논리적 파티션은 - 운영 시스템

레벨에서와는 대조적으로 - NAND 메모리 제어기 레벨에서 생성된다. 

도 5는 본 개시의 일부 예들에 따른 물리적 파티션을 생성하기 위한 요청에 응답하여 논리적 파티션을 생성하기[0058]

위한 방법(500)의 순서도를 예시한다. 동작(510)에서, 제어기는 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령을 호스트

디바이스로부터 호스트 인터페이스를 통해 수신할 수 있다. 예를 들어, 운영 시스템, 제조 프로세스 기계류, 또

는 유사한 것. 명령은, 보안 요건들, 구성 요건들(예를 들어, SLC, TLC, MLC를 사용하지는 여부), 및 유사한 것

과 같은 파티션에 대한 하나 이상의 서비스-레벨 요건들을 포함할 수 있다. 

동작(515)에서,  NAND  디바이스는  그  대신에  논리적  NAND-레벨  파티션을  생성할  수  있다.  예를  들어,[0059]

디바이스는, 서비스 레벨 협약들이 충족됨을 보장하기 위하여 그리고 논리적 파티션을 추적하기 위하여 제어기

에 의해 관리되는 NAND의 메모리 셀들 내에 저장되거나 또는 제어기에 의해 사용되는 NAND 자체 상의 휘발성 메

모리 내의 하나 이상의 데이터 구조체들을 초기화할 수 있다. 제어기는 파티션에 대한 파티션 식별자 및 논리적

블록 어드레스(logical  block  address;  LBA)  범위를 생성할 수 있으며, 이를 호스트 디바이스로 제공할 수

있다. 제어기는 또한, 파티션 식별자 및 그 파티션에 할당된 논리적 블록 어드레스 투플(tuple)을 나타내는 논

리적 대 물리적(logical to physical; L2P) 테이블 및 명령 메모리 풀로부터의 대응하는 물리적 메모리 위치들

을 업데이트할 수 있다. 호스트 디바이스가 이러한 파티션 상의 데이터를 판독하거나, 기입하거나 또는 소거하

기를 희망할 때, 이는, 이것이 판독하거나, 기입하거나, 또는 소거하기를 희망하는 파티션 식별자 및 블록의

LBA를 제출한다. 그럼 다음, NAND는 이를 L2P 테이블을 사용하여 물리적 어드레스들로 변환할 수 있다.

동작(520)에서, NAND는 호스트로 응답을 전송할 수 있다. 응답은 파티션 식별자(예를 들어, 명칭공간, 논리적[0060]

유닛 번호(Logical Unit Number; LUN), 및 유사한 것), 상태(파티션이 생성되었는지 여부), 및 LBA 범위를 포

함할 수 있다. 동작(525)에서, NAND 디바이스는 물리적 파티션으로 보내지는 호스트 요청들을 그 대신에 논리적

파티션으로 보내지는 것으로 변환한다. 예를 들어, 호스트는 호스트 명령(예를 들어, 판독, 기입, 소거) 내에

파티션 ID 및 파티션-특정 LBA를 제공할 수 있다. NAND는 이러한 값들을, 그 후에 요청을 서비스하기 위해 사용

되는 할당된 물리적 어드레스를 제공하는 테이블 내의 룩업(lookup)으로서 사용할 수 있다. 

일부 예들에 있어서, 파티션이 생성될 때, NAND 디바이스는 임의의 실제 물리적 자원들을 할당하지 않고 공간을[0061]

예약한다. 따라서, NAND 디바이스는 L2P 테이블 내의 특정 LBA들에 실제로 특정 물리적 어드레스들을 할당하지

않고 얼마나 많은 블록들이 각각의 파티션에 할당되는지에 대한 추적을 유지한다. 이는, 호스트 디바이스 운영

시스템이 합계로 NAND의 저장 용량을 초과하는 파티션들을 생성하는 것을 방지한다. 일단 호스트가 파티션에 기
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입하기 시작하면, NAND는 L2P 테이블을 통해 물리적 공간을 파티션에 할당한다. 

예를 들어, 호스트 운영 시스템이 2개의 물리적 파티션들, 즉, 10 GB인 제 1 파티션 및 5 GB인 제 2 파티션을[0062]

요청하는 경우, NAND는 2개의 NAND-레벨 논리적 파티션들을 생성하고 제 1 파티션에 1의 논리적 유닛 번호를 할

당하며 제 2 파티션에 2의 LUN을 할당할 수 있다. 각각의 LUN은 이것에 할당된 복수의 유효 LBA들을 가질 수 있

다. 예를 들어, LUN 1은 0에서 시작하여 2047에서 종료하는 2048 LBA들을 가질 수 있다. LUN 2는 0에서 시작하

여 1024에서 종료하는 1024 LBA들을 가질 수 있다. 생성 이후에, 이러한 LBA들 중 어느 것도 물리적 어드레스에

매핑되지 않을 수 있다. 그러나, NAND 메모리 디바이스는, 15 GB의 공간이 이미 2개의 파티션들에 약속되었음을

인식하며, 따라서, NAND의 총 용량이 25 GB인 경우, NAND는 15 GB의 제 3 파티션을 생성하기 위한 시도를 거부

할 것이다. 일단 기입이 도착하면, NAND 디바이스는 물리적 어드레스를 LBA에 그리고 그에 따라서 특정 NAND-레

벨 논리적 파티션에 할당할 수 있다. NAND 내에 저장된 값을 수정하기 위한 동작은 NAND가 메모리의 풀 내에서

자유 블록을 찾고 LBA를 그 자유 블록에 할당하게끔 할 수 있다. 그런 다음, 그 자유 블록이 그 논리적NAND-레

벨 파티션에 할당되게 된다. 그러면, 오래된 블록은 무효로서 마킹된다. 일단 가비지 콜렉션이 발생하면, 오래

된 블록(및 모든 다른 무효 블록들)은 이후의 NAND-레벨 파티션들 중 임의의 것에 대한 할당을 위해 풀로 복귀

할 수 있다. 일부 예들에 있어서, 특정 메모리 셀을 파티션에 할당하기 위하여, NAND는 이를 제 1 구성(예를 들

어, SLC, MLC, 또는 TLC)으로부터 상이한 구성(SLC, MLC, 또는 TLC)으로 재구성할 수 있다. 

언급된 바와 같이, NAND의 메모리 셀들은 공유된 풀로서 관리될 수 있으며, 논리적 파티션들 사이에서 동적으로[0063]

할당될 수 있다. 가비지 콜렉션은 (단일 파티션에 대해서가 아니라) 전체 디바이스에 걸쳐 이루어질 수 있으며,

오버프로비저닝이 또한 전체 풀에 걸칠 수 있다. 

도 6은 논리적 파티션으로서 NAND에 의해 생성된 물리적 파티션으로 보내진 호스트 명령을 NAND 제어기가 프로[0064]

세싱하는 방법(600)의 순서도를 예시한다. 방법(600)은 도 5의 동작(525)의 일 예일 수 있다. 동작(615)에서,

제어기는 호스트로부터 동작을 위한 명령을 수신한다. 예를 들어, 명령은 UFS 인터페이스와 같은 호스트 인터페

이스를 통해 수신될 수 있다. 동작(620)에서, 제어기는 파티션 ID 및 LBA를 L2P 테이블을 사용하여 물리적 어드

레스로 변환할 수 있다. 파티션의 LBA가 이전에 결코 기입된 적이 없던 경우, 공통 풀 내의 페이지가 사용될 수

있으며, 그 LBA 및 그 파티션에 할당될 수 있다. 그런 다음, 제어기는 호스트 데이터를 그 물리적 페이지에 기

입할 수 있다. 이전에 언급된 바와 같이, LBA가 이미 할당된 경우, 시스템은 그 (LBA, 파티션 ID) 투플에 현재

할당된 물리적 어드레스를 무효로 마킹하며, 공통 풀 내에서 자유 블록의 위치를 찾고, 그 자유 블록을 L2P 테

이블 내에서 (LBA, 파티션 ID) 투플에 할당하며, 데이터를 그 블록에 기입할 수 있다. 호스트 명령이 소거인 경

우, 그 (LBA, 파티션 ID) 투플에 대응하는 물리적 블록이 무효로서 마킹될 수 있다. 일단 그 블록이 가비지 콜

렉션되면, 이는 임의의 파티션에 재할당될 수 있다. 동작(625)에서, 제어기는 물리적 어드레스를 사용하여 호스

트 요청을 서비스할 수 있으며, 상태를 호스트로 반환할 수 있다. 예를 들어, 판독, 기입, 소거, 또는 유사한

것. 

도 7은 본 개시의 일부 예들에 따른 메모리 제어기(715)의 개략도를 도시한다. 메모리 제어기(715)는 메모리 제[0065]

어기(115)의 일 예이며, 메모리 관리자(725)는 메모리 관리자(125)의 일 예이고, 관리 테이블들(730)은 관리 테

이블(130)의 일 예일 수 있다. 제어기(735)  및 ECC(740)는 도 1의 제어기(135)  및 ECC(140)의 일 예일 수

있다. 제어기(735)는, 물리적 파티션을 생성하기 위한 요청들에 응답하여 논리적 파티션들의 생성 및 관리를 핸

들링할 수 있는 PM 컴포넌트(760)를 포함한다. 예를 들어, PM 컴포넌트(760)는 도 5 및 도 6의 방법들을 구현할

수 있다.

도 8은, 본원에서 논의되는 기술들(예를 들어, 방법론들) 중 임의의 하나 이상을 수행할 수 있는 예시적인 기계[0066]

(800)의 블록도를 예시한다. 대안적인 실시예들에 있어서, 기계(800)는 독립형 디바이스로서 동작할 수 있거나

또는 다른 기계들에 연결(예를 들어, 네트워킹)될 수 있다. 네트워크화된 배치에서, 기계(800)는 클라이언트-서

버 네트워크 환경에서 서버 기계, 클라이언트 기계, 또는 이들 둘 모두로서 동작할 수 있다. 일 예에 있어서,

기계(800)는 피어-투-피어(peer-to-peer; P2P)(또는 다른 분산형) 네트워크 환경에서 피어 기계로서 역할할 수

있다. 기계(800)는 개인용 컴퓨터(personal computer; PC), 태블릿 PC, 셋-탑 박스(set-top box; STB), 개인

디지털 보조장치(Personal Digital Assistant; PDA), 휴대 전화, 웹 전기기기, IoT 디바이스, 자동차 시스템,

또는 그 기계에 의해 취해질 액션들을 지정하는 (순차적으로 또는 달리) 명령어들을 실행할 수 있는 임의의 기

계일 수 있다. 추가로, 단일 기계만이 예시되었지만, 용어 "기계"는 또한, 클라우드 컴퓨팅, 서비스형 소프트웨

어(software as a service; SaaS), 다른 컴퓨터 클러스터 구성들과 같은 본원에서 논의된 방법론들 중 임의의

하나 이상의 방법론을 수행하기 위한 명령어들의 세트(또는 복수의 세트들)을 개별적으로 또는 함께 실행하는
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기계들의 임의의 집합을 포함하는 것으로 고려되어야만 한다. 

본원에서 설명되는 바와 같은 예들은, 로직, 컴포넌트들, 디바이스들, 패키지들, 또는 메커니즘들을 포함할 수[0067]

있거나, 또는 이에 의해 동작할 수 있다. 회로부는, 하드웨어(예를 들어, 간단한 회로들, 게이트들, 로직, 등)

을 포함하는 유형적인 엔티티들로 구현된 회로들의 집합(예를 들어, 세트)이다. 회로부 멤버십은 시간 및 기초

하드웨어 가변성에 따라 유연할 수 있다. 회로부들은, 단독으로 또는 조합으로, 동작할 때 특정 태스크들을 수

행할 수 있는 멤버들을 포함한다. 일 예에 있어서, 회로부의 하드웨어는 특정 동작으로 수행하도록 불변적으로

(예를 들어, 하드와이어드(hardwired)로) 설계될 수 있다. 일 예에 있어서, 회로부의 하드웨어는, 특정 동작의

명령어들을  인코딩하기  위하여  물리적으로(예를  들어,  자기적으로,  전기적으로,  불변  밀집  입자(invariant

massed particle)들의 이동가능 배치, 등) 수정된 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 가변적으로 연결된 물리적

컴포넌트들(예를 들어, 실행 유닛들, 트랜지스터들, 간단한 회로들, 등)을 포함할 수 있다. 물리적 컴포넌트들

을 연결함에 있어서, 하드웨어 구성물의 기초 전기적 속성들은, 예를 들어, 절연체로부터 전도체로 또는 이의

역으로 변화된다. 명령어들은, 참여 하드웨어(예를 들어, 실행 유닛들 또는 로딩 메커니즘)가 동작 시에 특정

태스크들의 부분들을 수행하기 위하여 가변적인 연결들을 통해 하드웨어로 회로부의 멤버들을 생성하는 것을 가

능하게 한다. 따라서, 컴퓨터 판독가능 매체는, 디바이스가 동작할 때 회로부의 다른 컴포넌트들에 통신가능하

게 결합된다. 일 예에 있어서, 물리적 컴포넌트들 중 임의의 것이 하나를 초과하는 회로부의 하나를 초과하는

멤버에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 동작 하에서, 실행 유닛들은 하나의 시점에서 제 1 회로부의 제 1 회로에

서 사용될 수 있으며, 상이한 시점에 제 1 회로부의 제 2 회로에 의해 또는 제 2 회로부의 제 3 회로에 의해 재

사용될 수 있다.

기계(예를 들어, 컴퓨터 시스템)(800)(예를 들어, 호스트 디바이스(105), 메모리 디바이스(110), 등)는 하드웨[0068]

어 프로세서(802)(예를 들어, 중앙 프로세싱 유닛(CPU), 그래픽 프로세싱 유닛(GPU), 하드웨어 프로세서 코어,

또는 이들의 임의의 조합, 예컨대 메모리 제어기(115), 등), 메인 메모리(804) 및 정적 메모리(806)를 포함할

수 있으며, 이들 중 일부 또는 전부는 인터링크(예를 들어, 버스)(808)를 통해 서로 통신할 수 잇다. 기계(80

0)는 추가로 디스플레이 유닛(810), 문자숫자 입력 디바이스(812)(예를 들어, 키보드), 및 사용자 인터페이스

(UI) 네비게이션 디바이스(814)(예를 들어, 마우스)를 포함할 수 있다. 일 예에 있어서, 디스플레이 유닛(810),

입력 디바이스(812) 및 UI 네비게이션 디바이스(814)는 터치 스크린 디스플레이일 수 있다. 기계(800)는 추가적

으로 저장 디바이스(예를 들어, 드라이브 유닛)(816), 신호 생성 디바이스(818)(예를 들어, 스피커), 네트워크

인터페이스  디바이스(820),  및  하나  이상의  센서들(816),  예컨대  전  지구  측위 시스템(global  positioning

system; GPS) 센서, 컴퍼스, 가속도계, 또는 다른 센서를 포함할 수 있다. 기계(800)는, 하나 이상의 주변 디바

이스들(예를 들어, 프린터, 카드 리더, 등)을 제어하거나 또는 이와 통신하기 위한 출력 제어기(828), 예컨대

직렬(예를 들어, 범용 직렬 버스(USB)), 병렬, 또는 다른 유선 또는 무선(예를 들어, 적외선(IR), 근거리 무선

통신(near field communication; NFC), 등) 연결을 포함할 수 있다.

저장 디바이스(816)는, 본원에서 설명된 기술들 또는 기능들 중 임의의 하나 이상을 구현하거나 또는 이에 의해[0069]

사용되는 명령어들(824)(예를 들어, 소프트웨어) 또는 데이터 구조체들의 하나 이상의 세트들이 저장된 기계 판

독가능 매체(822)를 포함할 수 있다. 명령어들(824)은 또한, 기계(800)에 의한 그것의 실행 동안 메인 메모리

(804) 내에, 정적 메모리(806) 내에, 또는 하드웨어 프로세서(802) 내에 완전히 또는 적어도 부분적으로 상주할

수 있다. 일 예에 있어서, 하드웨어 프로세서(802), 메인 메모리(804), 정적 메모리(806), 또는 저장 디바이스

(816) 중 하나 또는 임의의 조합이 기계 판독가능 매체(822)를 구성할 수 있다. 

기계 판독가능 매체(822)가 단일 매체로서 도시되었지만, 용어 "기계 판독가능 매체"는 하나 이상의 명령어들[0070]

(824)을 저장하도록 구성된 단일 매체 또는 다수의 매체들(예를 들어, 집중형 또는 분산형 데이터베이스, 또는

연관된 캐시들 및 서버들)을 포함할 수 있다. 

용어 "기계 판독가능 매체"는, 기계(800)에 의한 실행을 위해 명령어를 저장하거나, 인코딩하거나, 또는 운반할[0071]

수 있는 그리고 기계(800)로 하여금 본 개시의 기술들 중 임의의 하나 이상의 기술을 수행하게끔 하거나, 또는

이러한 명령어들에 의해 사용되거나 또는 이와 연관되는 데이터 구조체들을 저장하거나, 인코딩하거나, 또는 운

반할 수 있는 임의의 매체를 포함할 수 있다. 비-제한적인 기계 판독가능 매체의 예들은 고체-상태 메모리들,

및 광학 및 자기 매체를 포함할 수 있다. 일 예에 있어서, 대용량 기계 판독가능 매체는 불변성(예를 들어, 휴

지) 질량을 갖는 복수의 입자들을 갖는 기계-판독가능 매체를 포함한다. 따라서, 대용량 기계-판독가능 매체는

일시적인 전파 신호들이 아니다. 대용량 기계 판독가능 매체의 특정 예들은: 비-휘발성 메모리, 예컨대 반도체

메모리  디바이스들(예를  들어,  전기  프로그램가능  판독-전용  메모리(Electrically  Programmable  Read-Only

Memory;  EPROM),  전기 소거가능 프로그램가능 판독-전용 메모리(Electrically  Erasable  Programmable  Read-
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Only Memory; EEPROM)) 및 플래시 메모리 디바이스들; 자기 디스크들 예컨대 내부 하드 디스크들 및 착탈가능

디스크들; 자기-광학 디스크들; 및 CD-ROM 및 DVD-ROM 디스크들을 포함할 수 있다. 

명령어들(824)(예를 들어,  소프트웨어,  프로그램,  운영 시스템(OS),  등)  또는 다른 데이터는 저장 디바이스[0072]

(821) 상에 저장되며, 프로세서(802)에 의한 사용을 위해 메모리(804)에 의해 액세스될 수 있다. 메모리(804)

(예를 들어, DRAM)는 전형적으로 빠르지만 휘발성이며, 따라서 저장 디바이스(821)와는 상이한 유형의 저장부

(예를 들어, SSD)가 "오프" 상태에 있는 동안을 포함하여 장기간의 저장에 적절하다. 사용자 또는 기계(800)에

의해 사용 중인 명령어들(824) 또는 데이터는 전형적으로 프로세서(802)에 의한 사용을 위해 메모리(804) 내에

로딩된다. 메모리(804)가 가득 찰 때, 저장 디바이스(821)로부터의 가상 공간이 메모리(804)를 보충하기 위해

할당될 수 있지만; 그러나, 저장 디바이스(821)이 전형적으로 메모리(804)보다 더 느리고, 기입 속도가 판독 속

도보다 적어도 2배 느리기 때문에, 가상 메모리의 사용은 (메모리(804), 예를 들어, DRAM에 비한) 저장 디바이

스 레이턴시에 기인하여 사용자 경험을 크게 감소시킬 수 있다. 추가로, 가상 메모리를 위한 저장 디바이스

(821)의 사용은 저장 디바이스(821)의 사용가능 수명을 크게 감소시킬 수 있다. 

가상 메모리와는 대조적으로, 가상 메모리 압축(예를 들어, Linux
®
 커널 특징부 “ZRAM”)은 저장 디바이스[0073]

(821)에 대한 페이징(paging)을 회피하기 위하여 압축된 블록 저장부로서 메모리의 부분을 사용한다. 페이징은,

이것이 이러한 데이터를 저장 디바이스(821)에 기입할 필요가 있을 때까지 압축된 블록 유닛에서 발생한다. 가

상 메모리 압축은 저장 디바이스(821)에 대한 마모를 감소시키면서 메모리(804)의 사용가능 크기를 증가시킨다.

모바일 전자 디바이스들, 또는 모바일 저장부에 대하여 최적화된 저장 디바이스들은 전통적으로 MMC 고체-상태[0074]

디바이스들(예를 들어, 마이크로 보안 디지털(microSD™) 카드들, 등)을 포함한다. MMC 디바이스들은 호스트 디

바이스와의 복수의 병렬 인터페이스들(예를 들어, 8-비트 병렬 인터페이스)를 포함하며, 보통 호스트 디바이스

로부터 착탈가능하며 이와는 별개의 컴포넌트들이다. 대조적으로, eMMC™ 디바이스들은 회로 보드에 부착되며,

SSD 디바이스들에 기반하는 직렬 ATA™(직렬 AT(고급 기술) 부착, 또는 SATA)와 필척하는 판독 속도를 갖는 호

스트 디바이스의 컴포넌트로 간주된다. 그러나, 가상 또는 증강-현실 디바이스들을 완전히 가능하게 하는 것,

증가된 네트워크 속도를 사용하는 것 등과 같은 모바일 디바이스 성능에 대한 요구가 계속해서 증가하고 있다.

이러한 요구에 응답하여, 저장 디바이스들은 병렬로부터 직렬 통신 인터페이스들로 이동하였다. 제어기들 및 펌

웨어를 포함하는 범용 플래시 저장(Universal Flash Storage; UFS) 디바이스들은 전용 판독/기입 경로들을 갖는

저-전력 차분 시그널링(low-voltage differential signaling; LVDS) 직렬 인터페이스를 사용하여 호스트 디바

이스와 통신하며, 이는 추가로 더 큰 판독/기입 속도를 향상시킨다. 

명령어들(824)은  추가로,  복수의  전송  프로토콜들(예를  들어,  프레임  릴레이,  인터넷  프로토콜(internet[0075]

protocol; IP), 전송 제어 프로토콜(transmission control protocol; TCP), 사용자 데이터그램 프로토콜(user

datagram protocol; UDP), 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(hypertext transfer protocol; HTTP), 등) 중 어느 하

나를 사용하는 네트워크 인터페이스 디바이스(820)를 통해 송신 매체를 사용하여 통신 네트워크(826)를 통해 송

신되거나 또는 수신될 수 있다. 예시적인 통신 네트워크들은, 다른 것들 중에서도 특히, 근거리 네트워크(LAN),

광역 네트워크(WAN), 패킷 데이터 네트워크(예를 들어, 인터넷), 모바일 전화 네트워크들(예를 들어, 셀룰러 네

트워크들), 일반 전화기(POTS) 네트워크들, 및 무선 데이터 네트워크들(예를 들어, Wi-Fi
®
로서 알려진 표준들의

전기 전자 기술자 협회(IEEE)  802.11  패밀리, WiMax
®
로서 알려진 표준들의 IEEE  802.16  패밀리),  표준들의

IEEE 802.15.4 패밀리, 피어-투-피어(P2P) 네트워크들을 포함할 수 있다. 일 예에 있어서, 네트워크 인터페이스

디바이스(820)는 통신 네트워크(826)에 연결하기 위한 하나 이상의 물리적 잭(jack)들(예를 들어, 이더넷, 동축

또는 전화 잭들) 또는 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일 예에 있어서, 네트워크 인터페이스 디바이스

(820)는 단일-입력 다중-출력(SIMO), 다중-입력 다중-출력(MIMO) 또는 다중-입력 단일-출력(MISO) 기술들 중 적

어도 하나를 사용하여 무선으로 통신하기 위한 복수의 안테나들을 포함할 수 있다. 용어 "송신 매체"는 기계

(800)에 의한 실행을 위한 명령어들을 저장하거나, 인코딩하거나, 또는 운반할 수 있는 임의의 유형적인 매체를

포함하며, 이러한 소프트웨어의 통신을 용이하게 하기 위한 디지털 또는 아날로그 통신 신호들 또는 다른 비유

형적인 매체를 포함하는 것으로 간주되어야 한다.

이상의 상세한 설명은 상세한 설명의 일 부분을 형성하는 첨부된 도면들에 대한 참조들을 포함한다. 도면들은,[0076]

예시를 통해, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 측면들을 도시한다. 이러한 실시예들이 또한 본원에서 "예들"로서

지칭된다. 이러한 예들은 도시되거나 또는 설명된 엘리먼트들 이외의 엘리먼트들을 포함할 수 있다. 그러나, 본

발명은 또한, 오로지 이러한 도시되거나 또는 설명된 엘리먼트들만 제공되는 예들을 고려한다. 더욱이, 본 발명

은 또한, 본원에서 도시되거나 또는 설명된 다른 예들(또는 이들의 하나 이상의 측면들)에 대하여 또는 특정 예
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(또는 이의 하나 이상의 측면들)에 대하여 이러한 도시되거나 또는 설명된 엘리먼트들(또는 이들의 하나 이상의

측면들)의 임의의 조합 또는 치환을 사용하는 예들을 고려한다.

본 문서에서, 용어 "일" 또는 "하나"는, 특허 문서에서 일반적인 것과 같이, "적어도 하나" 또는 "하나 이상"의[0077]

임의의 다른 경우들 또는 사용들과 무관하게, 하나 또는 2개 이상을 포괄하기 위하여 사용된다. 본 문서에서,

용어 "또는"은, 달리 명시되지 않는 한, "A 또는 B"가 "A이지만 B는 아닌", "B이지만 A는 아닌" 및 "A 및 B"를

포함할  수  있도록  비배타적인  또는을  지칭하기  위하여  사용된다.  첨부된  청구항들에서,  용어  "포함하는

(including)" 및 "여기에서(in which)"는 개별적인 용어들 "포함하는(comprising)" 및 "여기에서(wherein)"의

평이한 영어의 동의어로서 사용된다. 또한, 다음의 청구항들에서, 용어들 "포함하는(including)" 및 "포함하는

(comprising)"은 개방적이며, 즉, 청구항에서 이러한 용어 뒤에 열거되는 엘리먼트들 이외의 엘리먼트들을 포함

하는 시스템, 디바이스, 물품, 또는 프로세스가 여전히 청구항의 범위 내에 속하는 것으로서 간주된다. 또한,

다음의 청구항들에서, 용어들 "제 1", "제 2", 및 "제 3" 등은 단지 라벨들로서 사용되며, 그들의 객체들에 대

하여 수치적인 요건들을 도입하도록 의도되지 않는다.

다양한 예들에 있어서, 본원에서 설명되는 컴포넌트들, 제어기들, 프로세서들, 유닛들, 엔진들, 또는 테이블들[0078]

은, 다른 것들 중에서도 특히, 물리적 회로부 또는 물리적 디바이스 상에 저장된 펌웨어를 포함할 수 있다. 본

원에서 사용되는 바와 같은, "프로세서"는, 비제한적으로, 프로세서들 또는 다중-코어 디바이스들의 그룹을 포

함하는, 마이크로프로세서, 마이크로제어기, 그래픽 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 또는 임의의 다른

유형의 프로세서 또는 프로세싱 회로와 같은 임의의 유형의 계산 회로를 의미한다.

본 문서에서 사용되는 바와 같은 용어 "수평"은, 임의의 시점에서의 기판의 실제 배향과는 무관하게, 웨이퍼 또[0079]

는 다이 아래에 있는 것과 같은 기판의 통상적인 평면 또는 표면에 평행한 평면으로서 정의된다. 용어 "수직"은

이상에서 정의된 바와 같은 수평에 수직인 방향을 나타낸다. "상에", "위에" 및 "아래에"와 같은 전치사들은,

기판의  배향과  무관하게,  기판의  상단  또는  노출된  표면  상에  있는  통상적인  평면  또는  표면에  대하여

정의되며; "상에"는 (반대되는 명백한 표시의 부재 시에) 이것이 "상에" 있는 다른 구조체에 대한 하나의 구조

체의 직접 접촉을 제안하도록 의도되며; 반면 "위에" 및 "아래에"는, - 비제한적으로 - 이와 같이 구체적으로

식별되지 않는 한 식별된 구조체들 사이의 직접 접촉을 명백히 포함하는, 구조체들(또는 층들, 특징부들, 등)의

상대적 배치를 식별하도록 명백히 의도된다. 유사하게, 용어들 "위에" 및 "아래에"는, 구조체가, 이것이 어떤

시점에서 논의 중인 구성의 최외측 부분에 있는 경우, 심지어 이러한 구조체가 수평 배향이 아니라 참조된 구조

체에 대하여 수직으로 연장하는 경우, 구조체가 참조된 구조체 "위에" 있을 있기 때문에, 수평 배향으로 한정되

지 않는다.

용어들 "웨이퍼" 및 "기판"은 일반적으로, 그 위에 집적 회로들이 형성되는 임의의 구조체를 지칭하기 위하여[0080]

그리고 또한 집적 회로 제조의 다양한 스테이지들 동안 이러한 구조체들을 지칭하기 위해 본원에서 사용된다.

따라서, 다음의 상세한 설명은 제한적인 의미로 취해지지 않아야 하며, 다양한 실시예들의 범위는 오로지 첨부

된 청구항들과 함께 이러한 청구범위가 부여되는 등가물들의 완전한 범위에 의해서만 정의된다.

본원에서 설명된 본 개시에 따른 다양한 실시예들은 메모리 셀들의 수직 구조체(예를 들어, 메모리 셀들의 NAND[0081]

스트링들)을 사용하는 메모리를 포함한다. 본원에서 사용되는 바와 같은, 방향성 형용사들은 그 위에 메모리 셀

들이 형성되는 기판의 표면에 대하여 취해질 것이다(즉, 수직 구조체는 기판 표면으로부터 멀어지도록 연장하는

것으로서 취해질 것이며, 수직 구조체의 하단 단부는 기판 표면에 가장 근접한 단부로서 취해질 것이고 수직 구

조체의 상단 단부는 기판 표면에 가장 먼 단부로서 취해질 것이다). 

본원에서 사용되는 바와 같은, 수평, 수직, 법선, 평행, 직각, 등과 같은 방향성 형용사들은, 달리 언급되지 않[0082]

는 한, 상대적인 배향을 나타낼 수 있으며, 특정 기하학적 속성들에 대한 엄격한 준수를 요구하도록 의도되지

않는다. 예를 들어, 본원에서 사용되는 바와 같은, 수직 구조체는 기판의 표면에 엄격하게 수직일 필요는 없으

며, 그 대신에 전반적으로 기판의 표면에 수직일 수 있고, (예를 들어, 60 도 내지 120 도 사이, 등의) 기판의

표면에 대한 예각을 형성할 수 있다.

본원에서 설명되는 일부 실시예들에 있어서, 상이한 도핑 구성들이 소스-측 선택 게이트(SGS),  제어 게이트[0083]

(CG), 및 드레인-측 선택 게이트(SGD)에 적용될 수 있으며, 이러한 예에 있어서, 이들의 각각은, 이러한 계층들

(예를 들어, 폴리실리콘, 등)이 에칭액에 노출될 때 상이한 에칭 레이트들을 가질 수 있는 결과를 갖도록 폴리

실리콘으로 형성되거나 또는 적어도 폴리실리콘을 포함할 수 있다. 예를 들어, 3D 디바이스 내에 모놀리식 필러

를 형성하는 프로세스에서, SGS 및 CG는 리세스들을 형성할 수 있으며, 반면 SGD는 덜 리세스된 채로 남아 있거

나 또는 심지어 리세스되지 않을 수도 있다. 따라서, 이러한 도핑 구성은 에칭액(예를 들어, 테트라메틸암모늄
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하이드록사이드(tetramethylammonium hydroxide; TMCH))를 사용함으로써 3D 반도체 디바이스 내에 별개의 계층

들(예를 들어, SGS, CG, 및 SGD)로 선택적으로 에칭하는 것을 가능하게 할 수 있다. 

본원에서 사용되는 바와 같은 메모리 셀을 동작시키는 것은 메모리 셀로부터 판독하는 것, 이로 기입하는 것,[0084]

또는 이를 소거하는 것을 포함한다. 메모리 셀을 의도된 상태로 위치시키는 동작은 본원에서 "프로그래밍"으로

서 지칭되며, 메모리 셀에 기입하는 것 또는 이를 소거하는 것 둘 모두를 포함할 수 있다(예를 들어, 메모리 셀

은 소거된 상태로 프로그래밍될 수 있다).

본 개시의 하나 이상의 실시예들에 따르면, 메모리 디바이스 내부에 또는 외부에 위치된 메모리 제어기(예를 들[0085]

어, 프로세서, 제어기, 펌웨어, 등)는 마모 사이클들의 양, 또는 마모 상태를 결정(예를 들어, 선택, 세팅, 조

정, 컴퓨팅, 변경, 청소, 통신, 적응, 도출, 정의, 사용, 수정, 적용, 등)할 수 있다(예를 들어, 마모 사이클들

을 기록하는 것, 이들이 발생할 때 메모리 디바이스의 동작들을 카운팅하는 것, 이것이 개시하는 메모리 디바이

스의 동작들을 추적하는 것, 마모 상태에 대응하는 메모리 디바이스 특성들을 평가하는 것, 등).

본 개시의 하나 이상의 실시예들에 따르면, 메모리 액세스 디바이스는 각각의 메모리 동작과 함께 메모리 디바[0086]

이스에 마모 사이클 정보를 제공하도록 구성될 수 있다. 메모리 디바이스 제어 회로부(예를 들어, 제어 로직)는

마모 사이클 정보에 대응하여 메모리 디바이스 성능 변화들을 보상하도록 프로그래밍될 수 있다. 메모리 디바이

스는 마모 사이클 정보를 수신하고, 마모 사이클 정보에 응답하여 하나 이상의 동작 파라미터들(예를 들어, 값,

특성)을 결정할 수 있다.

엘리먼트가 다른 엘리먼트 "상에", "이에 연결된", 또는 "이에 결합된" 것으로 언급될 때, 다른 엘리먼트 상에[0087]

직접,  이에  연결되거나,  이에  결합될  수  있거나,  또는  개재  엘리먼트들이  존재할  수  있다는  것이  이해될

것이다. 이와 대조적으로, 엘리먼트가 다른 엘리먼트 "상에 직접", "이에 직접 연결된", 또는 "이에 직접 결합

된" 것으로 언급될 때, 개재 엘리먼트들 또는 층들이 존재하지 않는다. 2개의 엘리먼트들이 도면들에서 이들을

연결하는 라인과 함께 도시되는 경우, 2개의 엘리먼트들은, 달리 표시되지 않는 한, 결합되거나, 또는 직접 결

합될 수 있다.

본원에서 설명되는 방법의 예들은, 적어도 부분적으로, 기계 또는 컴퓨터-구현될 수 있다. 일부 예들은, 이상의[0088]

예들에서 설명된 바와 같은 방법들을 수행하게끔 전자 디바이스를 구성하도록 동작할 수 있는 명령어들을 가지

고  인코딩된  컴퓨터-판독가능 매체  또는  기계-판독가능 매체를  포함할  수  있다.  이러한  방법들의  구현예는

코드, 예컨대 마이크로코드, 어셈블리 언어 코드, 고-레벨 언어 코드, 또는 유사한 것을 포함할 수 있다. 이러

한 코드는 다양한 방법들을 수행하기 위한 컴퓨터 판독가능 명령어들을 포함할 수 있다. 코드는 컴퓨터 프로그

램 제품들의 부분들을 형성할 수 있다. 추가로, 코드는, 예컨대 실행 동안 또는 다른 시간들에, 하나 이상의 휘

발성 또는 비-휘발성 유형적 컴퓨터-판독가능 매체 상에 유형적으로 저장될 수 있다. 이러한 유형적인 컴퓨터-

판독가능 매체의 예들은, 비제한적으로, 하드 디스크들, 착탈가능 자기 디스크들, 착탈가능 광 디스크들(예를

들어, 콤팩트 디스크들 및 디지털 비디오 디스크들), 자기 카세트들, 메모리 카드들 또는 스틱들, 랜덤 액세스

메모리(RAM)들, 판독 전용 메모리(ROM)들, 고체 상태 드라이브(SSD)들, 범용 플래시 저장(UFS) 디바이스, 내장

형 MMC(eMMC) 디바이스, 및 유사한 것을 포함할 수 있다.

이상의 설명은 예시적이고 비제한적으로 의도된다. 예를 들어, 이상에서 설명되는 예들(또는 이들의 하나 이상[0089]

의 측면들)은 서로 조합되어 사용될 수 있다. 이상의 설명을 검토할 때 예컨대 당업자에 의해서 다른 실시예들

이 사용될 수 있다. 이는, 이것이 청구항들의 범위 또는 의미를 해석하거나 또는 제한하기 위하여 사용되지 않

을 것이라는 이해를 가지고 제출된다. 또한, 이상의 상세한 설명에서, 다양한 특징들이 본 개시를 합리화하기

위하여 함께 그룹화될 수 있다. 이는, 청구되지 않은 개시된 특징이 임의의 청구항에 본질적이라는 것을 의도하

는 것으로서 해석되지 않아야만 한다. 오히려, 발명적인 내용은 특정한 개시된 실시예의 모든 특징들보다 더 적

은 특징에 있을 수 있다. 따라서, 이로써 다음의 청구항들은 상세한 설명에 통합되며, 여기에서 각각의 청구항

은 개별적인 실시예로서 그 자체로 존재하고, 이러한 실시예들이 다양한 조합들 또는 치환들로 서로 결합될 수

있다는 것이 고려된다. 본 발명의 범위는, 첨부된 청구항들과 함께 이러한 청구항들의 균등물들의 완전한 범위

를 기준으로 하여 결정되어야만 한다. 

다른 노트들 및 예들[0090]

예 1은: 메모리의 제 1 풀(pool)을 포함하는 NAND 메모리 어레이; 제어기를 포함하며, 제어기는, 제어기가 하기[0091]

의 동작들을 수행하게끔 하는 명령어들을 실행하고, 상기 동작들은: 상기 메모리의 제 1 풀의 물리적 파티션을

생성하기 위한 명령을 호스트로부터 수신하는 동작; 물리적 파티션을 생성하는 대신에 메모리의 제 1 풀을 사용
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하여 NAND-레벨 논리적 파티션을 생성하는 동작으로서, 메모리의 제 1 풀은 제 2 논리적 파티션과 공유되는, 동

작; 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 호스트로 전송하는 동작; 물리적 파티션 및 논리적 블록 어

드레스(Logical Block Address; LBA)를 식별하는 호스트로부터의 요청을 메모리의 제 1 풀의 물리적 어드레스로

변환하는 동작; 및 메모리의 제 1 풀의 물리적 어드레스에 대하여 요청을 실행하는 동작을 포함하는, NAND 메모

리 디바이스이다.

예 2에 있어서, 예 1의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송[0092]

하는 동작은, 물리적 파티션을 생성하기 위한 호스트로부터의 명령에 의해 제공된 크기에 기초하여 0과 어떤 수

사이의 LBA들의 범위 및 물리적 파티션 식별자를 제공하는 동작을 포함한다는 것을 포함한다.

예 3에 있어서, 예 2의 내용은 선택적으로, 요청의 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스를 식별하는 호스트[0093]

로부터의 요청을 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 동작은 수신된 물리적 파티션 식별자 및 LBA들의 범위

내의 LBA를 메모리의 제 1 풀 내의 물리적 위치에 매핑하고, 물리적 위치에 대하여 호스트로부터의 요청을 수행

하는 동작을 포함한다는 것을 포함한다.

예 4에 있어서, 예 2 내지 예 3 중 임의의 하나 이상의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션은 논리적 유닛 식별[0094]

자 번호(logical unit identifier number; LUN)에 의해 식별된다는 것을 포함한다.

예 5에 있어서, 예 1 내지 예 4 중 임의의 하나 이상의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션을 서비스하기 위해[0095]

사용되는 메모리의 제 1 풀로부터의 메모리 셀들은 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령 내에서 상기 호스트에

의해 지정된 요건을 충족시키도록 구성된다는 것을 포함한다.

예 6에 있어서, 예 5의 내용은 선택적으로, 요건은 메모리 셀들이 단일 층 셀(Single Layer Cell; SLC)로서 구[0096]

성된다는 것임을 포함한다.

예 7에 있어서, 예 1 내지 예 6 중 임의의 하나 이상의 내용은 선택적으로, NAND-레벨 논리적 파티션은 물리적[0097]

파티션으로서 호스트에 나타나며, 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 호스트로 전송하는 동작은 물

리적 파티션을 생성하지 않는다는 것을 포함한다.

예 8은: NAND 메모리 디바이스 상의 메모리의 제 1 풀의 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령을 호스트로부터[0098]

수신하는 단계; 물리적 파티션을 생성하는 대신에 메모리의 제 1 풀을 사용하여 NAND-레벨 논리적 파티션을 생

성하는 단계로서, 메모리의 제 1 풀은 제 2 논리적 파티션과 공유되는, 단계; 물리적 파티션이 생성되었음을 나

타내는 응답을 호스트로 전송하는 단계; 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스(Logical Block Address; LBA)

를 식별하는 호스트로부터의 요청을 메모리의 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 단계; 및 메모리의 제 1

풀의 상기 물리적 어드레스에 대하여 요청을 실행하는 단계를 포함하는, 방법이다.

예 9에 있어서, 예 8의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 호스트로 전송하는[0099]

단계는, 물리적 파티션을 생성하기 위한 호스트로부터의 명령에 의해 제공된 크기에 기초하여 0과 어떤 수 사이

의 LBA들의 범위 및 물리적 파티션 식별자를 제공하는 단계를 포함한다는 것을 포함한다.

예 10에 있어서, 예 9의 내용은 선택적으로, 요청의 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스를 식별하는 호스트[0100]

로부터의 요청을 상기 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 단계는 수신된 물리적 파티션 식별자 및 LBA들의

범위 내의 LBA를 메모리의 제 1 풀 내의 물리적 위치에 매핑하고, 물리적 위치에 대하여 호스트로부터의 요청을

수행하는 단계를 포함한다는 것을 포함한다.

예 11에 있어서, 예 9 내지 예 10 중 임의의 하나 이상의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션은 논리적 유닛 식[0101]

별자 번호(logical unit identifier number; LUN)에 의해 식별된다는 것을 포함한다.

예 12에 있어서, 예 8 내지 예 11 중 임의의 하나 이상의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션을 서비스하기 위해[0102]

사용되는 메모리의 제 1 풀로부터의 메모리 셀들은 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령 내에서 호스트에 의해

지정된 요건을 충족시키도록 구성되는 것을 포함한다.

예 13에 있어서, 예 12의 내용은 선택적으로, 요건은 메모리 셀들이 단일 층 셀(Single Layer Cell; SLC)로서[0103]

구성된다는 것임을 포함한다.

예 14에 있어서, 예 8 내지 예 13 중 임의의 하나 이상의 내용은 선택적으로, NAND-레벨 논리적 파티션은 물리[0104]

적 파티션으로서 호스트에 나타나며, 상기 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전송

하는 단계는 물리적 파티션을 생성하지 않는다는 것을 포함한다.
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예 15는 실행될 때 기계가 하기의 동작들을 수행하게끔 하는 명령어들을 포함하는 기계-판독가능 매체이며, 상[0105]

기 동작들은: NAND 디바이스 상의 메모리의 제 1 풀의 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령을 호스트로부터 수

신하는 동작; 물리적 파티션을 생성하는 대신에 메모리의 제 1 풀을 사용하여 NAND-레벨 논리적 파티션을 생성

하는 동작으로서, 메모리의 제 1 풀은 제 2 논리적 파티션과 공유되는, 동작; 물리적 파티션이 생성되었음을 나

타내는 응답을 호스트로 전송하는 동작; 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스(Logical Block Address; LBA)

를 식별하는 호스트로부터의 요청을 메모리의 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 동작; 및 메모리의 제 1

풀의 물리적 어드레스에 대하여 요청을 실행하는 동작을 포함한다.

예 16에 있어서, 예 15의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전[0106]

송하는 동작은, 물리적 파티션을 생성하기 위한 호스트로부터의 상기 명령에 의해 제공된 크기에 기초하여 0과

어떤 수 사이의 LBA들의 범위 및 물리적 파티션 식별자를 제공하는 동작을 포함한다는 것을 포함한다.

예 17에 있어서, 예 16의 내용은 선택적으로, 요청의 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스를 식별하는 호스[0107]

트로부터의 요청을 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하는 동작은 수신된 물리적 파티션 식별자 및 상기 LBA들

의 범위 내의 LBA를 메모리의 제 1 풀 내의 물리적 위치에 매핑하고, 물리적 위치에 대하여 호스트로부터의 요

청을 수행하는 동작을 포함한다는 것을 포함한다.

예 18에 있어서, 예 16 내지 예 17 중 임의의 하나의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션은 논리적 유닛 식별자[0108]

번호(logical unit identifier number; LUN)에 의해 식별된다는 것을 포함한다.

예 19에 있어서, 예 15 내지 예 18 중 임의의 하나의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션을 서비스하기 위해 사[0109]

용되는 메모리의 제 1 풀로부터의 메모리 셀들은 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령 내에서 호스트에 의해 지

정된 요건을 충족시키도록 구성된다는 것을 포함한다.

예 20에 있어서, 예 19의 내용은 선택적으로, 상기 요건은 메모리 셀들이 단일 층 셀(Single Layer Cell; SLC)[0110]

로서 구성된다는 것임을 포함한다.

예 21에 있어서, 예 15 내지 예 20 중 임의의 하나의 내용은 선택적으로, NAND-레벨 논리적 파티션은 물리적 파[0111]

티션으로서 호스트에 나타나며, 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 호스트로 전송하는 동작은 물리

적 파티션을 생성하지 않는다는 것을 포함한다.

예 22는: NAND 메모리 디바이스 상의 메모리의 제 1 풀의 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령을 호스트로부터[0112]

수신하기 위한 수단; 물리적 파티션을 생성하는 대신에 메모리의 제 1 풀을 사용하여 NAND-레벨 논리적 파티션

을 생성하기 위한 수단으로서, 메모리의 제 1 풀은 제 2 논리적 파티션과 공유되는, 수단; 물리적 파티션이 생

성되었음을 나타내는 응답을 호스트로 전송하기 위한 수단; 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스(Logical

Block Address; LBA)를 식별하는 호스트로부터의 요청을 메모리의 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하기 위한

수단; 및 메모리의 제 1 풀의 상기 물리적 어드레스에 대하여 요청을 실행하기 위한 수단을 포함하는, 디바이스

이다.

예 23에 있어서, 예 22의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 상기 호스트로 전[0113]

송하기 위한 수단은, 물리적 파티션을 생성하기 위한 호스트로부터의 명령에 의해 제공된 크기에 기초하여 0과

어떤 수 사이의 LBA들의 범위 및 물리적 파티션 식별자를 제공하기 위한 수단을 포함한다는 것을 포함한다.

예 24에 있어서, 예 23의 내용은 선택적으로, 요청의 물리적 파티션 및 논리적 블록 어드레스를 식별하는 호스[0114]

트로부터의 요청을 제 1 풀의 물리적 어드레스로 변환하기 위한 수단은 수신된 물리적 파티션 식별자 및 LBA들

의 범위 내의 LBA를 메모리의 제 1 풀 내의 물리적 위치에 매핑하고, 물리적 위치에 대하여 호스트로부터의 요

청을 수행하기 위한 수단을 포함한다는 것을 포함한다.

예 25에 있어서, 예 23 내지 예 24 중 임의의 하나 이상의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션은 논리적 유닛 식[0115]

별자 번호(logical unit identifier number; LUN)에 의해 식별된다는 것을 포함한다.

예 26에 있어서, 예 22 내지 예 25 중 임의의 하나 이상의 내용은 선택적으로, 물리적 파티션을 서비스하기 위[0116]

해 사용되는 메모리의 제 1 풀로부터의 메모리 셀들은 물리적 파티션을 생성하기 위한 명령 내에서 호스트에 의

해 지정된 요건을 충족시키도록 구성되는 것을 포함한다.

예 27에 있어서, 예 26의 내용은 선택적으로, 요건은 메모리 셀들이 단일 층 셀(Single Layer Cell; SLC)로서[0117]

구성된다는 것임을 포함한다.

공개특허 10-2020-0063243

- 21 -



예 28에 있어서, 예 22 내지 예 27 중 임의의 하나 이상의 내용은 선택적으로, NAND-레벨 논리적 파티션은 물리[0118]

적 파티션으로서 호스트에 나타나며, 물리적 파티션이 생성되었음을 나타내는 응답을 호스트로 전송하는 것은

물리적 파티션을 생성하지 않는다는 것을 포함한다.
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